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ご注意書き 

 

１． 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品

のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、

当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。 
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的

財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の

特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。 
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。 
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説

明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用す

る場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損

害に関し、当社は、一切その責任を負いません。 
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところに

より必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の

目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外

の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。 
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するも

のではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合におい

ても、当社は、一切その責任を負いません。 
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、

各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確

認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当

社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図

されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、

「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または

第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、デ

ータ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。 
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、

産業用ロボット 
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命

維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当） 
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生

命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他

直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム

等 
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件そ

の他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用さ

れた場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。 
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生した

り、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っ

ておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じ

させないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージン

グ処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単

独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。 
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用

に際しては、特定の物質の含有･使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、

かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し

て、当社は、一切その責任を負いません。 
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお

断りいたします。 
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご

照会ください。 
 
注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレク

トロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。 
注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいい

ます。 





ご注意

安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があり

ます。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを

生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご

留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

1. 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であ

り、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、

使用を許諾するものではありません。

2. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、

第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。

3. 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のも

のであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあ

ります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネ

サス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ

(http://www.renesas.com)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。

4. 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものですが万一本資料の記述誤りに起因する

損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。

5. 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、

技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様

の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任は負いま

せん。

6. 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いら

れることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医

療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討

の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。

7. 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。

8. 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらルネサス テクノロジ、

ルネサス販売または特約店までご照会ください。



ご注意

1 . 本書に記載の 製品及び技術のうち「外国 為替及び外国貿易法」に基 づき安全保障貿易管理関連 貨物・技術に該
当するものを輸出する場合，または国外に持ち出す場合は日本国政府の許可が必要です。

2 . 本書に記載さ れた情報の使用に際して， 弊社もしくは第三者の特許 権，著作権，商標権，その 他の知的所有権
等の権利に対 する保証または実施権の許 諾を行うものではありませ ん。また本書に記載された 情報を使用した
事により第三 者の知的所有権等の権利に 関わる問題が生じた場合， 弊社はその責を負いません ので予めご了承
ください。

3 . 製品及び製品 仕様は予告無く変更する場 合がありますので，最終的 な設計，ご購入，ご使用に 際しましては，
事前に最新の製品規格または仕様書をお求めになりご確認ください。

4. 弊社は品質・信頼性の向上に努めておりますが，宇宙，航空，原子力，燃焼制御，運輸，交通，各種安全装置，
ライフサポー ト関連の医療機器等のよう に，特別な品質・信頼性が 要求され，その故障や誤動 作が直接人命を
脅かしたり， 人体に危害を及ぼす恐れの ある用途にご使用をお考え のお客様は，事前に弊社営 業担当迄ご相談
をお願い致します。

5. 設計に際しては，特に最大定格，動作電源電圧範囲，放熱特性，実装条件及びその他諸条件につきましては，
弊社保証範囲内でご使用いただきますようお願い致します。
保証値を越えてご使用された場合の故障及び事故につきましては，弊社はその責を負いません。
また保証値内のご使用であっても半導体製品について通常予測される故障発生率，故障モードをご考慮の上，
弊社製品の動作が原因でご使用機器が人身事故，火災事故，その他の拡大損害を生じないようにフェールセー
フ等のシステム上の対策を講じて頂きますようお願い致します。

6. 本製品は耐放射線設計をしておりません。

7. 本書の一部または全部を弊社の文書による承認なしに転載または複製することを堅くお断り致します。

8. 本書をはじめ弊社半導体についてのお問い合わせ，ご相談は弊社営業担当迄お願い致します。



は　じ　め　に

　Ｈ８Ｓ／２６００シリーズマイクロコンピュータは、Ｈ８／３００　ＣＰＵおよび

Ｈ８／３００Ｈ　ＣＰＵと上位互換のアーキテクチャを持つ高速Ｈ８Ｓ／２６００　ＣＰＵを

核に、産業用機器組込み用に最適な周辺機能を内蔵した日立オリジナル高性能１６ビットマイ

クロコンピュータです。

　１チップ上にＣＰＵ、ＲＡＭ、ＤＭＡコントローラ、バスコントローラ、タイマ及び

ＳＣＩを内蔵しており、小規模システムから大規模システムまで幅広いアプリケーションに

適用できます。

　Ｈ８Ｓ／２６５５アプリケーションノート（インタフェース編）は、Ｈ８Ｓ／２６５５と

周辺ＬＳＩのインタフェース例を紹介しており、ユーザにてハードウェア設計の際、

ご参考として役立てていただけるようにまとめたものです。

　なお、本アプリケーションノートに掲載されているタスク例は動作確認しておりますが、

実際にご使用になる場合には、必ず動作確認の上ご使用くださいますようにお願い致します。
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１.１　インタフェース編構成

 　インタフェース編は、図１.１に示す構成で周辺ＬＳＩ（ＲＯＭ、ＲＡＭ等）とのインタフェース方法
 について説明しています。

図１.１　インタフェース編構成

インタフェース編 仕様

動作説明

回路図

（１）仕様
 接続する周辺ＬＳＩ名およびメモリマップ等の回路仕様について説明しています。

（２）動作説明
 回路の動作をタイミングチャートを使用して説明しています。

（３）回路図
 周辺ＬＳＩとインタフェースする回路図を示します。

３



２.　バス制御機能説明
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2.1.2　アクセスステートコントロールレジスタ（ＡＳＴＣＲ）
　各エリアを２ステートアクセス空間または３ステートアクセス空間のどちらかに設定するための８ビットの

リード／ライト可能なレジスタです。ビット０がエリア０に対応し、０～７ビットでエリア０～７の設定を
行います。ビットの値を０に設定すると２ステートアクセス空間に、１に設定すると３ステートアクセス空間

に設定されます。ＤＲＡＭ、ＰＳＲＡＭインタフェース時（ＢＣＲＨのＲＭＴＳ２～ＲＭＴＳ０で設定）は、
基本アクセスステート数が４ステートとなるので、ＡＳＴＣＲでは対応するＤＲＡＭ空間のウェイトステート

の挿入の許可または禁止の選択を行います。

2.1.1　バス幅コントロールレジスタ（ＡＢＷＣＲ）
　各エリアを８ビットデータバスアクセス空間または、１６ビットデータバスアクセス空間のどちらかに設定

するための８ビットのリード／ライト可能なレジスタです。ビット０がエリア０に対応し、０～７ビットで
エリア０～７の設定を行います。ビットの値を０に設定すると１６ビットデータバスアクセス空間に、１に

設定すると８ビットデータバスアクセス空間に設定されます。

　Ｈ８Ｓ／２６５５ではモード端子の設定によりモード１～７の動作モードを決定します。各動作モードの
アドレス空間はモード１～３（ノーマルモード）は６４Ｋバイト、モード４～７（アドバンストモード）

では、１６Ｍバイトです。
　バスコントローラは、アドバンストモードの１６Ｍバイトの空間を１２８Ｋバイトまたは２Ｍバイト単位で

８分割して管理します。アドレスの低いほうより順にエリア０～エリア７としており、エリア毎に
アクセスデータバス幅および、アクセスステート数を設定できます。また、低速の外部デバイスとの

インタフェースを行う為にウエイトステートを自動挿入して、バスサイクルを伸ばすことも可能です。
　アクセスデータバス幅、アクセスステート数およびウェイトステート等の設定は、バス幅コントロールレジ

スタ（ＡＢＷＣＲ）およびアクセスステートコントロールレジスタ（ＡＳＴＣＲ）等のバスコントローラ内の
レジスタをソフトウェアにて設定することにより可能です。以下、各レジスタの

機能を示します。

2.1　バスコントローラ

ABWCR ABW7 ABW6 ABW5 ABW4 ABW3 ABW2 ABW1 ABW0

1 1 1 1 1 1 1 1初期値
R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W

０・・・対応するエリアを１６ビットアクセス空間に設定。
１・・・対応するエリアを８ビットアクセス空間に設定。

ASTCR AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 AST0

1 1 1 1 1 1 1 1初期値
R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W

０・・・対応するエリアを２ステートアクセス空間に設定。
 （DRAM,PSRAM空間アクセスにウェイトステートの挿入を禁止）
１・・・対応するエリアを３ステートアクセス空間に設定
 （DRAM,PSRAM空間アクセスにウェイトステートの挿入を許可）

モード１～３、５～７

モード４

初期値
R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W

0 0 0 0 0 0 0 0

７



2.1.3　ウェイトコントロールレジスタＨ、Ｌ（ＷＣＲＨ、ＷＣＲＬ）
　ＷＣＲＨ、ＷＣＲＬは、各エリアのプログラムウェイトステート数を選択する為の８ビットのリード／ライト
可能なレジスタです。２ビット単位で１つのエリアの設定を行います

WCRH

1 1 1 1 1 1 1 1初期値

W40W41W51 W50W61 W60W71 W70

R/W

（１）ＷＣＲＨ

R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W

エリア７ エリア６ エリア５ エリア４

WCRL

1 1 1 1 1 1 1 1初期値

W00W01W11 W10W21 W20W31 W30

R/W

（１）ＷＣＲＬ

R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W

エリア３ エリア２ エリア１ エリア０

Wn1 Wn0 説明

0

1

0

0
1

1

対応エリアの外部空間アクセス時、プログラムウェイトを挿入しない

対応エリアの外部空間アクセス時、プログラムウェイトを１ステート挿入
対応エリアの外部空間アクセス時、プログラムウェイトを２ステート挿入
対応エリアの外部空間アクセス時、プログラムウェイトを３ステート挿入

８



2.1.4　バスコントロールレジスタＨ（ＢＣＲＨ）
　ＢＣＲＨは、アイドルサイクル挿入の許可または禁止、エリア０およびエリア２～５に接続するメモリの
選択を行う８ビットのリード／ライト可能なレジスタです。

1 1 1初期値

RMTS0RMTS1BRSTS0 RMTS2BRSTRM BRSTS1ICIS1 ICIS0

R/W R/W R/W R/W R/W R/W

BCRH

R/WR/WR/W
0 0 0 0 0

RMTS2 RMTS1 RMTS0 エリア5 エリア4 エリア３ エリア2
通常空間

通常空間
通常空間

通常空間

通常空間
通常空間

DRAM空間

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

DRAM空間
DRAM空間

PSRAM空間

PSRAM空間
PSRAM空間

バーストROMインタフェース時のみ有効

９

異なる外部空間エリアのリードサイクルが連続したとき、アイドルサイクル
を挿入しない。
異なる外部空間エリアのリードサイクルが連続したとき、アイドルサイクル
を挿入する。

ICIS1

0

1

説明

外部空間へのリードサイクルとライトサイクルが連続したときに
アイドルサイクルを挿入しない。
外部空間へのリードサイクルとライトサイクルが連続したときに
アイドルサイクルを挿入する。

ICIS0

0

1

説明

エリア0は基本バスインタフェース。
エリア0はバーストROMインタフェース。

BRSTRM

0
1

説明

バーストアクセスは最大4ワード。
バーストアクセスは最大8ワード。

BRSTS1

0
1

説明

バーストサイクルは1ステート。
バーストサイクルは2ステート。

BRSTS0

0
1

説明

バーストROMインタフェース時のみ有効



2.1.5　バスコントロールレジスタＬ（ＢＣＲＬ）
　外部バス権の開放を許可または禁止、エリアの分割単位の選択、ＬＣＡＳ信号の選択、
ＤＭＡＣシングルアドレス転送の選択、ライトデータバッファ機能の許可または禁止、ＷＡＩＴ端子入力の
許可または禁止の選択を行う８ビットのリード／ライト可能なレジスタです。

1 11初期値

WAITEWDBEDDS ASSEAE LCASSBRLE BREQOE

R/W R/W R/W R/W R/W R/W

BCRL

R/WR/WR/W

0 0 0 01

１０

ライトデータバッファ機能を使用しない。
ライトデータバッファ機能を使用する。

0
1

説明WDBE

外部バス権の開放を禁止。
（BREQ,BACK,BREQ0は入出力ポートとして使用可）
外部バス権の開放を許可。

0

1

説明BRLE

エリアの分割単位は128kバイト。
エリアの分割単位は2Mバイト。

0
1

説明ASS

BREQO出力禁止。（BREQOは入出力ポートとして使用可）
BREQO出力許可。

0
1

説明BREQOE

アドレスH`010000～H`01FFFFは内蔵ROM。
アドレスH`010000～H`01FFFFは外部アドレス空間（モード6）、または、
リザーブ領域（モード7）。

0

1

説明EAE

2CAS方式DRAMインタフェースのLCAS信号としてLCAS端子を使用。
（BREQO出力,WAIT入力は使用不可）
2CAS方式DRAMインタフェースのLCAS信号としてLWR端子を使用。
（RASダウンモードは使用不可）

0

1

説明LCASS

DRAM/PSRAM空間に対してDMACシングルアドレス転送を行う場合、
必ずフルアクセスを実行。
DRAM/PSRAM空間に対してDMACシングルアドレス転送を行う場合も
バーストアクセス可能。

0

1

説明DDS

WAIT端子によるウェイト入力を禁止。
（WAIT端子は入出力ポートとして使用可）
WAIT端子によるウェイト入力を許可。

0

1

説明WAITE



2.1.6　メモリコントロールレジスタ（ＭＣＲ）
　ＭＣＲは、エリア２～５をＤＲＡＭインタフェースに設定しているときには、ＤＲＡＭに対する
ストローブ制御方法、プリチャージサイクル数、アクセスモード、アドレスマルチプレクスの
シフト量及びリフレッシュ時に挿入するウェイトステート数の選択を行います。
　エリア２～５をＰＳＲＡＭインタフェースに設定しているときには、ＰＳＲＡＭに対する
プリチャージサイクル数、アクセスモードを選択する８ビットのリード／ライト可能なレジスタです。

初期値

RLW0RLW1MXC1 MXC0RCDM CW2TPC BE

R/W R/W R/W R/W R/W R/W

MCR

R/WR/WR/W
0 0 0 00000

DRAM,PSRAMインタフェース時のみ有効

DRAMインタフェース時のみ有効

RLW1 RLW0

1

0

1

1
0

0

説明（ＣＡＳビフォＲＡＳリフレッシュサイクル）

ウェイトステートを挿入しない。
ウェイトステートを1ステート挿入する。
ウェイトステートを2ステート挿入する。
ウェイトステートを3ステート挿入する。

MXC1 MXC0
ロウアドレスはA23～A9

ロウアドレスはA23～A10

ロウアドレスはA23～A11

0
1

8ビットアクセス 16ビットアクセス
0

0
1 1

8ビットシフト
9ビットシフト

10ビットシフト

ロウアドレスはA23～A9

ロウアドレスはA23～A10

ロウアドレスはA23～A8

シフト量

１１

CAS2本方式を選択。（CASH,CASL,WE信号が有効）
WE2本方式を選択。（CAS,UWE,LWE信号が有効）

0
1

説明

プリチャージサイクルを1ステート挿入。
プリチャージサイクルを2ステート挿入。

0
1

説明TPC

RASアップモード。
（DRAMへのアクセスが途切れてもRAS信号をLowにしたまま、
　次のＤＲＡＭアクセスを待つ）
RASダウンモード。
（DRAMへのアクセスが途切れたらRAS信号をHighに戻す）

0

1

説明RCDM

バーストアクセス禁止（常にフルアクセス）。
バーストアクセス許可。
（DRAM空間時は、高速ページモード）
（PSRAM空間時は、スタティックカラムモード）

0

1

説明BE

CW2

DRAM,PSRAMインタフェース時のみ有効

DRAMインタフェース時のみ有効

DRAMインタフェース時のみ有効

DRAMインタフェース時のみ有効



2.1.7　ＤＲＡＭコントロールレジスタ（ＤＲＡＭＣＲ）
　ＤＲＡＭＣＲは、ＤＲＡＭ、ＰＳＲＡＭのリフレッシュモード、リフレッシュカウンタのクロック
選択及びリフッレシュタイマの制御を設定する８ビットのリード／ライト可能なレジスタです。

初期値

CKS0CKS1CMIE CKS2RMODE CMFRFSHE RCW

R/W R/W R/W R/W R/W R/W

DRAMCR

R/WR/WR/W
0 0 0 00000

DRAMインタフェース PSRAMインタフェース
CASビフォRASリフレッシュ オートリフレッシュ

セルフリフレッシュ

RMODE
0
1

CKS2 CKS1 CKS0 説明（内部クロックからRTCNTに入力するクロックを選択）

0

1

1 0
0

0 0

1

1

1
0 0

1 1

カウント動作停止

φ/512でカウント
φ/128でカウント
φ/32でカウント
φ/8でカウント
φ/2でカウント

φ/2048でカウント
φ/4096でカウント

１２

CMF=1の状態で、CMFフラグをリードした後、CMFフラグに0ライト可能。
RTCNT=RTCORになったときCMFフラグに1がセットされる。

0ｸﾘｱ
1ｾｯﾄ

説明CMF

CMFフラグによる割込要求（CMI）を禁止。
CMFフラグによる割込要求（CMI）を許可。

0
1

説明CMIE

リフレッシュ制御を行わない。
リフレッシュ制御を行う。

0
1

説明RFSHE

ウェイトステートの挿入を禁止。
（PSRAMインタフェースの場合は0に設定しておく）
ウェイトを1ステート挿入。

0

1

説明（CASビフォRASリフレッシュ）RCW



2.1.8　リフレッシュタイマカウンタ（ＲＴＣＮＴ）
　ＲＴＣＮＴは、ＤＲＡＭＣＲのＣＫＳ２～ＣＫＳ０ビットで選択された内部クロックにより、
カウントアップする８ビットのリード／ライト可能なレジスタです。
　リフレッシュ制御を行う（ＲＦＳＨＥ＝１）設定にしておき、ＲＴＣＮＴ＝ＲＴＣＯＲになると
ＣＭＦフラグが１にセットされ、リフレッシュサイクルが起動されます。このとき、ＲＴＣＮＴは、
Ｈ’００にクリアされます。

初期値

R/W R/W R/W R/W R/W R/W

RTCNT

R/WR/WR/W
0 0 0 00000

2.1.9　リフレッシュタイムコンスタントレジスタ（ＲＴＣＯＲ）
　ＲＴＣＯＲは、ＲＴＣＮＴとのコンペアマッチ周期を設定する８ビットのリード／ライト可能な
レジスタです。

初期値

R/W R/W R/W R/W R/W R/W

RTCOR

R/WR/WR/W

1 1 1 1 1 1 1 1

１３



図2.2.1　エリアマップ

H'1FFFFF

H'3FFFFF

H'5FFFFF

H'7FFFFF

H'9FFFFF

H'BFFFFF

H'DFFFFF

H'FFFFFF

H'000000

H'200000

H'400000

H'600000

H'800000

H'A00000

H'C00000

H'E00000

エリア０
１６ビットデータバス
2ステートアクセス

0ウェイト

エリア１
１６ビットデータバス
２ステートアクセス

1ウェイト

エリア２
１６ビットデータバス
３ステートアクセス

2ウェイト

エリア３
１６ビットデータバス
３ステートアクセス

3ウェイト

エリア４
８ビットデータバス
３ステートアクセス

2ウェイト

エリア５
８ビットデータバス
３ステートアクセス

3ウェイト

エリア６
８ビットデータバス
３ステートアクセス

1ウェイト

エリア７
８ビットデータバス
３ステートアクセス

0ウェイト

2.2　バスコントローラ設定例

　本アプリケーションノートのインタフェース例のエリアマップを図１に示す様に、各エリアを設定するに
はバスコントローラの各レジスタの設定をソフトウェアで行います。

ASTCR

ABWCR

1 1 1 1 1 1 0 0

0 0 10 0

0 0

1 1 1 1 0 0 0 0

H'75

H'F4

ﾚｼﾞｽﾀ名 設定値 ﾋﾞｯﾄ0ﾋﾞｯﾄ7 ﾋﾞｯﾄ6 ﾋﾞｯﾄ5 ﾋﾞｯﾄ4 ﾋﾞｯﾄ3 ﾋﾞｯﾄ2 ﾋﾞｯﾄ1

WCRH

WCRL

1 1 1

0 1111 0

H'1B

H'B4

MCU動作モード6

１４



本アプリケーションノートのインタフェース例におけるエリアの設定のための
各レジスタの設定例を示します。

ＳＴＡＲＴ

Ｈ’Ｆ４→ＡＢＷＣＲ

Ｈ’７５→ＡＳＴＣＲ

Ｈ’１Ｂ→ＷＣＲＨ
Ｈ’Ｂ４→ＷＣＲＬ

データバス幅の設定

基本アクセスステート数の設定

ウェイトステート数の設定．．．

．．．

．．．

スタックポインタの設定

DRAMｲﾆｼｬﾗｲｽﾞの
ための期間を確保

エリア２をＤＲＡＭ空間に設定．．．

ユーザープログラムへ

Ｈ’Ｄ１→ＢＣＲＨ

＊　特に設定する必要のないビットは初期値のままにしてあります。

．．．エリアの分割単位を２Ｍバイトに設定Ｈ’３Ｃ→ＢＣＲＬ

Ｈ’００→ＭＣＲ

．．．ＤＲＡＭに対するストローブ制御方法、
リフレッシュサイクルの設定Ｈ’８３→ＤＲＡＭＣＲ

Ｈ’ＡＢ→ＲＴＣＯＲ

図2.2.2　エリア設定のための各レジスタの設定例

１５



３.　インタフェース例

第３章 目　次

３.１　　８ビットバスモードによるＥＰＲＯＭ（HN27C101AG-10）インタフェース 　・・・・・・１９
３.２　　１６ビットバスモードによるＥＰＲＯＭ（HN27C101AG-10）インタフェース　 ・・・・・２４
３.３　　８ビットバスモードによるＳＲＡＭ（HM678127UH-12）インタフェース　 ・・・・・・・２９
３.４　　１６ビットバスモードによるＳＲＡＭ（HM678127UH-12）インタフェース　 ・・・・・・３６
３.５　　８ビットバスモードによるＳＲＡＭ（HM628128B-8）インタフェース　  ・・・・・・・・４３
３.６　　１６ビットバスモードによる ＳＲＡＭ（HM628128B-8）インタフェース　・ ・・・・・・５０
３.７　　２ＣＡＳ方式によるＤＲＡＭ（HM514260C-7）インタフェース　・・・・  ・・・・・・・５７
３.８　　２ＷＥ方式 によるＤＲＡＭ（HM514270C-7）インタフェース　・・・・ ・・・・・・・・６８
３.９　　２ＣＡＳ方式によるＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）インタフェース　・・・・・・・・・・・７９
３.１０　２ＷＥ方式によるＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）インタフェース　・・・・・・・・・・・・９２
３.１１　８ビットバスモードによるＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）インタフェース　・・・・・・・１０４
３.１２　２ＣＡＳ方式によるＥＤＯ　ＤＲＡＭ（HM51W16165J-6）インタフェース　  ・・・・・１１７
３.１３　１６ビットバスモードによるＰＳＲＡＭ（HM658512A-10）インタフェース　 ・・・・・１２４
３.１４　１６ビットバスモードによるバーストＲＯＭ（HN27C4000G-15）インタフェース　  ・・１３４
３.１５　１６ビットバスモードによるﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ（HN29WB800T-12）インタフェース　  ・・・・・１４０　



ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード５（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）EPROM(HN27C101AG-10)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

仕様

（１）図3.1.1（a）にＨ８Ｓ／２６５５と×８ビット構成ＥＰＲＯＭ（ＨＮ２７Ｃ１０１ＡＧ－１０）の接続
例を示します。Ｈ８Ｓ／２６５５はモード５の８ビットバスモードとし、ＥＰＲＯＭをエリア０に割り

当てます。

（２）図3.1.1（b）にメモリマップを示します。１６Ｍバイトのアドレス空間を２Ｍバイト単位でエリア分割

した場合、ＥＰＲＯＭ領域はH'00 0000～H'01 FFFFになります。

Ｈ’０１ＦＦＦＦ

図3.1.1（a）　Ｈ８Ｓ／２６５５とＥＰＲＯＭの接続例

発振器
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H8S/2655 HN27C101AG-10
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D8-D15

CS0 CE
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３.１　８ビットバスモードによるＥＰＲＯＭ（HN27C101AG-10）インタフェース
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'1'

（モード5）
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D0-D7

図3.1.1（b）　メモリマップ
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Ｈ’４０００００

エリア０

エリア１

エリア２

Ｈ’００００００
Ｈ’００００００

Ｈ’６０００００

イメージ
ＥＰＲＯＭ

（１２８ｋバイト）
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード５（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）EPROM(HN27C101AG-10)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

表
31

.1
.（

a）
　
バ
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コ
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ロ
ー
ラ
の
設
定

仕様

*：
do

n'
t c
ar
e

（３）表3.1.1（a）にバスコントローラの設定を示します。
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称
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称
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ﾀ
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード５（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）EPROM(HN27C101AG-10)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（ａ）Ｈ８Ｓ／２６５５のｔＲＤＳ

　　（i）アドレスがクリティカルな場合

・セットアップ時間の計算【Ｔ 1-1の立ち上がり】
３ｔｃｙｃ－ｔＡＤ（ｍａｘ）－ｔＡＣＣ（ｍａｘ）＝３０ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

　　（ii）ＣＳがクリティカルな場合
・セットアップ時間の計算【Ｔ 1-1の立ち上がり】

３ｔｃｙｃ－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）－ｔＣＥ（ｍａｘ）＝３０ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）
　　（iii）ＲＤがクリティカルな場合

・セットアップ時間の計算【Ｔ 1-1の立ち上がり】
2.5ｔｃｙｃ－ｔＲＳＤ１（ｍａｘ）－ｔＯＥ（ｍａｘ）＝４５ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

（ｂ）Ｈ８Ｓ／２６５５のｔＲＤＨ

　　（i）ホールド時間の計算【Ｔ 1-1の立ち上がり】

ｔＡＤ（ｍｉｎ）＋ｔＯＨ（ｍｉｎ）＝０ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

リードデータセットアップ時間 ｔＲＤＳ

リードデータホールド時間 ｔＲＤＨ

Ｈ８Ｓ／２６５５

名　称 略　称

ＥＰＲＯＭアクセスにおいて、ＡＣ特性が満足しているかを確認するための計算方法を示します。ｔ ｃｙｃ 、規
定のないｍｉｎ値およびｍａｘ値は以下の通りとします。

・ｔｃｙｃ：５０ｎｓ（発振器２０ＭＨｚ（＝φ））
・規定のないｍｉｎ値：０ｎｓ
・規定のないｍａｘ値：ｍｉｎ値

φを基準に求めた時間には【】に基準タイミングを示します。
タイミング値については、「動作説明　（２）ＡＣ特性」を参照して下さい。

（１）リード
図3.1.1（c）にＥＰＲＯＭリードタイミングチャートを示します。
以下のＡＣ特性が満足していることを確認します。

２１



ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード５（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）EPROM(HN27C101AG-10)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（ａ）H8S/2655

（ｂ）HN27C101AG-10

項目 記号 min max 単位

アクセス時間 tACC - 100 ns

/CEからの出力遅延時間 tCE - 100 ns

/OEからの出力遅延時間 tOE - 60 ns

データ出力ホールド時間 tOH 0 - ns

（２）ＡＣ特性

図3.1.1（c）　ＥＰＲＯＭリードタイミングチャート

A16～A0

(H8S/2655)

D15～D8

(EPROM
→H8S/2655)

　 ：ＥＰＲＯＭ（HN27C101AG-10）のＡＣ特性

ｔＲＤＨ

ｔＯＥ

CS0
(H8S/2655)

RD
(H8S/2655)

ｔＡＣＣ

φ
(H8S/2655)

ｔＯＨ

ｔＲＤＳ

Ｔ1-1 Ｔ2-1 Ｔ3-1

ｔＣＥ

ｔＡＤｔＡＤ

ｔＣＳＤ１

ｔＲＳＤ２

ｔＣＳＤ１

ｔＲＳＤ１

ｔｃｙｃ

Ｔ1-2

項目 記号 min max 単位

アドレス遅延時間 tAD - 20 ns

/CS遅延時間1 tCSD1 - 20 ns

/RD遅延時間1 tRSD1 - 20 ns

/RD遅延時間2 tRSD2 - 20 ns

リードデータセットアップ時間 tRDS 15 - ns

リードデータホールド時間 tRDH 0 - ns

２２
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）EPROM(HN27C101AG-10)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

仕様

Ｈ’０３ＦＦＦＦ

３.２　１６ビットバスモードによるＥＰＲＯＭ（HN27C101AG-10）インタフェース

図3.1.2（a）　Ｈ８Ｓ／２６５５とＥＰＲＯＭの接続例

発振器
20MHz

H8S/2655 HN27C101AG-10

RD

D8-D15
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OE
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MD1
MD0

'1'
'0'
'0'
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図3.1.2（b）　メモリマップ

Ｈ’２０００００

Ｈ’４０００００

エリア０

エリア１

エリア２

Ｈ’００００００
Ｈ’００００００

Ｈ’６０００００

イメージ
ＥＰＲＯＭ

（２５６ｋバイト）

（１）図3.1.2（a）にＨ８Ｓ／２６５５と×８ビット構成ＥＰＲＯＭ（ＨＮ２７Ｃ１０１ＡＧ－１０）の接続

例を示します。Ｈ８Ｓ／２６５５はモード４の１６ビットバスモードとし、ＥＰＲＯＭをエリア０に割
り当てます。

（２）図3.1.2（b）にメモリマップを示します。１６Ｍバイトのアドレス空間を２Ｍバイト単位でエリア分割
した場合、ＥＰＲＯＭ領域はH'00 0000～H'03 FFFFになります。

２４
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（３）表3.1.2（a）にバスコントローラの設定を示します。
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）EPROM(HN27C101AG-10)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

リードデータセットアップ時間 ｔＲＤＳ

リードデータホールド時間 ｔＲＤＨ

Ｈ８Ｓ／２６５５

名　称 略　称

ＥＰＲＯＭアクセスにおいて、ＡＣ特性が満足しているかを確認するための計算方法を示します。ｔ ｃｙｃ 、
規定のないｍｉｎ値およびｍａｘ値は以下の通りとします。

・ｔｃｙｃ：５０ｎｓ（発振器２０ＭＨｚ（＝φ））
・規定のないｍｉｎ値：０ｎｓ
・規定のないｍａｘ値：ｍｉｎ値

φを基準に求めた時間には【】に基準タイミングを示します。
タイミング値については、「動作説明　（２）ＡＣ特性」を参照して下さい。

（１）リード
図3.1.2（c）にＥＰＲＯＭリードタイミングチャートを示します。
以下のＡＣ特性が満足していることを確認します。

（ａ）Ｈ８Ｓ／２６５５のｔＲＤＳ

　　（i）アドレスがクリティカルな場合

・セットアップ時間の計算【Ｔ 1-1の立ち上がり】
３ｔｃｙｃ－ｔＡＤ（ｍａｘ）－ｔＡＣＣ（ｍａｘ）＝３０ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

　　（ii）ＣＳがクリティカルな場合
・セットアップ時間の計算【Ｔ 1-1の立ち上がり】

３ｔｃｙｃ－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）－ｔＣＥ（ｍａｘ）＝３０ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）
　　（iii）ＲＤがクリティカルな場合

・セットアップ時間の計算【Ｔ 1-1の立ち上がり】
2.5ｔｃｙｃ－ｔＲＳＤ１（ｍａｘ）－ｔＯＥ（ｍａｘ）＝４５ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

（ｂ）Ｈ８Ｓ／２６５５のｔＲＤＨ

　　（i）ホールド時間の計算【Ｔ 1-1の立ち上がり】

ｔＡＤ（ｍｉｎ）＋ｔＯＨ（ｍｉｎ）＝０ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

２６



ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）EPROM(HN27C101AG-10)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（ａ）H8S/2655

（ｂ）HN27C101AG-10

項目 記号 min max 単位

アクセス時間 tACC - 100 ns

/CEからの出力遅延時間 tCE - 100 ns

/OEからの出力遅延時間 tOE - 60 ns

データ出力ホールド時間 tOH 0 - ns

（２）ＡＣ特性

図3.1.2（c）　ＥＰＲＯＭリードタイミングチャート

A17～A1

(H8S/2655)

D15～D0

(EPROM
→H8S/2655)

　 ：ＥＰＲＯＭ（HN27C101AG-10）のＡＣ特性

ｔＲＤＨ

ｔＯＥ

CS0
(H8S/2655)

RD
(H8S/2655)

ｔＡＣＣ

φ
(H8S/2655)

ｔＯＨ

ｔＲＤＳ

ｔＣＥ

ｔＡＤｔＡＤ

ｔＣＳＤ１

ｔＲＳＤ２

ｔＣＳＤ１

ｔＲＳＤ１

Ｔ1-1 Ｔ2-1 Ｔ3-1

ｔｃｙｃ

Ｔ1-2

項目 記号 min max 単位

アドレス遅延時間 tAD - 20 ns

/CS遅延時間1 tCSD1 - 20 ns

/RD遅延時間1 tRSD1 - 20 ns

/RD遅延時間2 tRSD2 - 20 ns

リードデータセットアップ時間 tRDS 15 - ns

リードデータホールド時間 tRDH 0 - ns

２７



ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）EPROM(HN27C101AG-10)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード５（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）SRAM(HM678127UH-12)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

（１）図3.2.1（a）にＨ８Ｓ／２６５５と×８ビット構成ＳＲＡＭ（ＨＭ６７８１２７ＵＨ－１２）の接続例
を示します。Ｈ８Ｓ／２６５５はモード５の８ビットバスモードとし、ＳＲＡＭをエリア１に割り当て

ます。

（２）図3.2.1（b）にメモリマップを示します。１６Ｍバイトのアドレス空間を２Ｍバイト単位でエリア分

割した場合、ＳＲＡＭ領域はH'20 0000～H'21 FFFFになります。

図3.2.1（a）　Ｈ８Ｓ／２６５５とＳＲＡＭの接続例

発振器
20MHz

H8S/2655 HM678127UH-12

RD

HWR

A0-A16

D8-D15

CS1 CS

OE

WE

IO0-IO7

A0-A16

仕様

３.３　８ビットバスモードによるＳＲＡＭ（HM678127UH-12）インタフェース

MD2

MD1
MD0

'1'

'0'

'1'

図3.2.1（b）　メモリマップ

Ｈ’２０００００

Ｈ’４０００００

エリア０

エリア１

エリア２

Ｈ’２０００００

Ｈ’２１ＦＦＦＦ

Ｈ’００００００

Ｈ’６０００００

LWR (open)

イメージ
ＳＲＡＭ

（１２８ｋバイト）

（モード5）
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード５（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）SRAM(HM678127UH-12)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

表
3.
2.
1（

a）
　
バ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
の
設
定

仕様

*：
do

n'
t c
ar
e

（３）表3.2.1（a）にバスコントローラの設定を示します。

名
称

略
称

bi
t7

bi
t6

bi
t5

bi
t4

bi
t3

bi
t2

bi
t1

bi
t0

設
定
内
容

ﾊﾞ
ｽ幅

ｺﾝ
ﾄﾛ
ｰﾙ
ﾚｼ
ﾞｽ
ﾀ

A
B
W
C
R

A
B
W
7

A
B
W
6

A
B
W
5

A
B
W
4

A
B
W
3

A
B
W
2

A
B
W
1

A
B
W
0

*
*

*
*

*
*

1
*

ｴﾘ
ｱ1
：
8ﾋ
ﾞｯ
ﾄｱ
ｸｾ
ｽ空

間

ｱｸ
ｾｽ
ｽﾃ
ｰﾄ
ｺﾝ
ﾄﾛ
ｰﾙ
ﾚｼ
ﾞｽ
ﾀ

A
S
T
C
R

A
S
T
7

A
S
T
6

A
S
T
5

A
S
T
4

A
S
T
3

A
S
T
2

A
S
T
1

A
S
T
0

*
*

*
*

*
*

0
*

ｴﾘ
ｱ1
：
2ｽ
ﾃｰ
ﾄｱ
ｸｾ
ｽ空

間

ｳｪ
ｲﾄ
ｺﾝ
ﾄﾛ
ｰﾙ
ﾚｼ
ﾞｽ
ﾀH

W
C
R
H

W
71

W
70

W
61

W
60

W
51

W
50

W
41

W
40

*
*

*
*

*
*

*
*

-

ｳｪ
ｲﾄ
ｺﾝ
ﾄﾛ
ｰﾙ
ﾚｼ
ﾞｽ
ﾀL

W
C
R
L

W
31

W
30

W
21

W
20

W
11

W
10

W
01

W
00

*
*

*
*

0
0

*
*

ｴﾘ
ｱ1
：
ﾌﾟ
ﾛｸ
ﾞﾗ
ﾑｳ
ｪｲ
ﾄを

挿
入
し
な
い

ﾊﾞ
ｽｺ
ﾝﾄ
ﾛｰ
ﾙﾚ
ｼﾞ
ｽﾀ
H

B
C
R
H

IC
IS
1

IC
IS
0

B
R
S
T
R
M

B
R
S
T
S
1

B
R
S
T
S
0

R
M
T
S
2

R
M
T
S
1

R
M
T
S
0

*
*

*
*

*
*

*
*

-

ﾊﾞ
ｽｺ
ﾝﾄ
ﾛｰ
ﾙﾚ
ｼﾞ
ｽﾀ
L

B
C
R
L

B
R
LE

B
R
E
Q
O
E

E
A
E

LC
A
S
S

D
D
S

A
S
S

W
D
B
E

W
A
IT
E

*
*

*
*

*
1

*
*

ｴﾘ
ｱの

分
割
単
位
：
2M

ﾊﾞ
ｲﾄ
（
16

M
ﾊﾞ
ｲﾄ
）

ﾒﾓ
ﾘｺ
ﾝﾄ
ﾛｰ
ﾙﾚ
ｼﾞ
ｽﾀ

M
C
R

T
P
C

B
E

R
C
D
M

C
W
2

M
X
C
1

M
X
C
0

R
LW

1
R
LW

0

*
*

*
*

*
*

*
*

-

D
R
A
M
ｺﾝ
ﾄﾛ
ｰﾙ
ﾚｼ
ﾞｽ
ﾀ

D
R
A
M
C
R

R
F
S
H
E

R
C
W

R
M
O
D
E

C
M
F

C
M
IE

C
K
S
2

C
K
S
1

C
K
S
0

*
*

*
*

*
*

*
*

-

ﾘﾌ
ﾚｯ
ｼｭ
ﾀｲ
ﾑｺ
ﾝｽ
ﾀﾝ
ﾄﾚ
ｼﾞ
ｽﾀ

R
T
C
O
R

*
*

*
*

*
*

*
*

-

３０



ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード５（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）SRAM(HM678127UH-12)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

リードデータセットアップ時間 ｔＲＤＳ

リードデータホールド時間 ｔＲＤＨ

入力データセット時間 ｔＤＷ

入力データ保持時間 ｔＤＨ

アドレスセットアップ時間 ｔＡＳ

アドレス保持時間 ｔＷＲ

ライトパルス幅 ｔＷＰ

チップ選択時間 ｔＣＷ

Ｈ８Ｓ／２６５５

ＳＲＡＭ

（HM678127UH-12）

名　称 略　称

ＳＲＡＭアクセスにおいて、ＡＣ特性が満足しているかを確認するための計算方法を示します。ｔ ｃｙｃ 、規定
のないｍｉｎ値およびｍａｘ値は以下の通りとします。

・ｔｃｙｃ：５０ｎｓ（発振器２０ＭＨｚ（＝φ））
・規定のないｍｉｎ値：０ｎｓ
・規定のないｍａｘ値：ｍｉｎ値

φを基準に求めた時間には【】に基準タイミングを示します。
タイミング値については、「動作説明　（２）ＡＣ特性」を参照して下さい。

（１）リード／ライト
図3.2.1（c）にＳＲＡＭリード／ライトタイミングチャートを示します。
以下のＡＣ特性が満足していることを確認します。

（ａ）リード
（i）Ｈ８Ｓ／２６５５のｔＲＤＳ

　（i-1）アドレスがクリティカルな場合
・セットアップ時間の計算【Ｔ 1-1サイクルの立ち上がり】

２ｔｃｙｃ－（ｔＡＤ（ｍａｘ）＋ｔＡＡ（ｍａｘ））＝６８ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）
　（i-2）ＣＳがクリティカルな場合

・セットアップ時間の計算【Ｔ 1-1サイクルの立ち上がり】
２ｔｃｙｃー（ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＋ｔＡＣＳ（ｍａｘ））＝６８ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

　（i-3）ＲＤがクリティカルな場合
・セットアップ時間の計算【Ｔ 1-1サイクルの立ち上がり】

２ｔｃｙｃー（0.5ｔｃｙｃ＋ｔＲＳＤ１（ｍａｘ）＋ｔＯＥ（ｍａｘ））＝４９ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

（ii）Ｈ８Ｓ／２６５５のｔＲＤＨ　

・ホールド時間の計算【Ｔ1-2サイクルの立ち上がり】

ｔＡＤ（ｍｉｎ）＋ｔＯＨ（ｍｉｎ）＝４ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

３１



ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード５（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）SRAM(HM678127UH-12)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（ｂ）ライト

　（i）ＳＲＡＭのｔＤＷおよびｔＤＨ

・入力データセット時間の計算【Ｔ 1-1サイクルの立ち下がり】

0.5ｔｃｙｃ＋0.5ｔｃｙｃ＋ｔＷＲＤ２（ｍｉｎ）－ｔＷＤＤ（ｍａｘ）＝２０ｎｓ≧６ｎｓ（ｔＤＷ）
・入力データ保持時間の計算

ｔＷＤＨ（ｍｉｎ）＝１５ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＤＨ）

　（ii）ＳＲＡＭのｔＷＰおよびｔＣＷ

・ライトパルス幅の計算

ｔＷＳＷ１（ｍｉｎ）＝３０ｎｓ≧１０ｎｓ（ｔＷＰ）
・チップ選択時間の計算【Ｔ 1-1サイクルの立ち上がり】

２ｔｃｙｃ－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＋ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）＝８０ｎｓ≧１０ｎｓ（ｔＣＷ）

　（iii）ＳＲＡＭのｔＡＳおよびｔＷＲ

・アドレスセットアップ時間の計算

ｔＡＳＣ（ｍｉｎ）＝１０ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＡＳ）
・アドレス保持時間の計算

ｔＡＨ（ｍｉｎ）＝１５ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＷＲ）
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動作説明

（２）ＡＣ特性

（ｂ）HM678127UH-12

（ａ）H8S/2655

項目 記号 min max 単位

アドレスアクセス時間 tAA - 12 ns

チップセレクトアクセス時間 tACS - 12 ns

出力イネーブルアクセス時間 tOE - 6 ns

出力保持時間 tOH 4 - ns

チップ選択時間 tCW 10 - ns

アドレスセットアップ時間 tAS 0 - ns

ライトパルス時間 tWP 10 - ns

アドレス保持時間 tWR 0 - ns

入力データセット時間 tDW 6 - ns

入力データ保持時間 tDH 0 - ns

項目 記号 min max 単位

アドレス遅延時間 tAD - 20 ns

アドレスセットアップ時間 tASＣ 0.5-×t cyc-15 - ns

アドレスホールド時間 tAH 0.5-×t cyc-10 - ns

/CS遅延時間1 tCSD1 - 20 ns

/RD遅延時間1 tRSD1 - 20 ns

/RD遅延時間2 tRSD2 - 20 ns

リードデータセットアップ時間 tRDS 15 - ns

リードデータホールド時間 tRDH 0 - ns

/WR遅延時間2 tWRD2 - 20 ns

/WRパルス幅1 tWSW1 1.0-×t cyc-20 - ns

ライトデータ遅延時間 tWDD - 30 ns

ライトデータホールド時間 tWDH 0.5-×t cyc-10 - ns
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動作説明

図3.2.1（c）　ＳＲＡＭリード／ライトタイミングチャート

A23～A0

(H8S/2655)

D15～D8

(SRAM
→H8S/2655)

　 ：ＳＲＡＭ（HM678127UH-12）のＡＣ特性

ｔＯＥ

ｔＡＣＳ

CS1
(H8S/2655)

RD
(H8S/2655)

ｔＡＤ ｔＡＤ
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φ
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）SRAM(HM678127UH-12)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

（１）図3.2.2（a）にＨ８Ｓ／２６５５と×８ビット構成ＳＲＡＭ（ＨＭ６７８１２７ＵＨ－１２）の接続例
を示します。Ｈ８Ｓ／２６５５はモード４の１６ビットバスモードとし、ＤＲＡＭをエリア１に割り当

てます。

（２）図3.2.1（b）にメモリマップを示します。１６Ｍバイトのアドレス空間を２Ｍバイト単位でエリア分

割した場合、ＳＲＡＭ領域はH'20 0000～H'23 FFFFになります。

仕様

３.４　１６ビットバスモードによるＳＲＡＭ（HM678127UH-12）インタフェース

図3.2.2（a）　Ｈ８Ｓ／２６５５とＳＲＡＭの接続例
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仕様
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（３）表3.2.2（a）にバスコントローラの設定を示します。
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動作説明

リードデータセットアップ時間 ｔＲＤＳ

リードデータホールド時間 ｔＲＤＨ

入力データセット時間 ｔＤＷ

入力データ保持時間 ｔＤＨ

アドレスセットアップ時間 ｔＡＳ

アドレス保持時間 ｔＷＲ

ライトパルス幅 ｔＷＰ

チップ選択時間 ｔＣＷ

Ｈ８Ｓ／２６５５

ＳＲＡＭ

（HM678127UH-12）

名　称 略　称

（ａ）リード

（i）Ｈ８Ｓ／２６５５のｔＲＤＳ、ｔＲＤＨ　の確認をします。
　（i-1）アドレスがクリティカルな場合

・セットアップ時間の計算【Ｔ 1-1サイクルの立ち上がり】
２ｔｃｙｃ－（ｔＡＤ（ｍａｘ）＋ｔＡＡ（ｍａｘ））＝６８ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

　（i-2）ＣＳがクリティカルな場合
・セットアップ時間の計算【Ｔ 1-1サイクルの立ち上がり】

２ｔｃｙｃー（ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＋ｔＡＣＳ（ｍａｘ））＝６８ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）
　（i-3）ＲＤがクリティカルな場合

・セットアップ時間の計算【Ｔ 1-1サイクルの立ち上がり】
２ｔｃｙｃー（0.5ｔｃｙｃ＋ｔＲＳＤ１（ｍａｘ）＋ｔＯＥ（ｍａｘ））＝４９ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

（ii）Ｈ８Ｓ／２６５５ｔＲＤＨ

・ホールド時間の計算【Ｔ1-2サイクルの立ち上がり】
ｔＡＤ（ｍｉｎ）＋ｔＯＨ（ｍｉｎ）＝４ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

ＳＲＡＭアクセスにおいて、ＡＣ特性が満足しているかを確認するための計算方法を示します。ｔ ｃｙｃ 、規定
のないｍｉｎ値およびｍａｘ値は以下の通りとします。

・ｔｃｙｃ：５０ｎｓ（発振器２０ＭＨｚ（＝φ））
・規定のないｍｉｎ値：０ｎｓ
・規定のないｍａｘ値：ｍｉｎ値

φを基準に求めた時間には【】に基準タイミングを示します。
タイミング値については、「動作説明　（２）ＡＣ特性」を参照して下さい。

（１）リード／ライト
図3.2.2（c）にＳＲＡＭリード／ライトタイミングチャートを示します。
以下のＡＣ特性が満足していることを確認します。
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（ｂ）ライト
　（i）ＳＲＡＭのｔＤＷおよびｔＤＨ

・入力データセット時間の計算【Ｔ 1-1サイクルの立ち下がり】
0.5ｔｃｙｃ＋0.5ｔｃｙｃ＋ｔＷＲＤ２（ｍｉｎ）－ｔＷＤＤ（ｍａｘ）＝２０ｎｓ≧６ｎｓ（ｔＤＷ）

・入力データ保持時間の計算
ｔＷＤＨ（ｍｉｎ）＝１５ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＤＨ）

　（ii）ＳＲＡＭのｔＷＰおよびｔＣＷ

・ライトパルス幅の計算
ｔＷＳＷ１（ｍｉｎ）＝３０ｎｓ≧１０ｎｓ（ｔＷＰ）

・チップ選択時間の計算【Ｔ 1-1サイクルの立ち上がり】
２ｔｃｙｃ－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＋ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）＝８０ｎｓ≧１０ｎｓ（ｔＣＷ）

　（iii）ＳＲＡＭのｔＡＳおよびｔＷＲ

・アドレスセットアップ時間の計算
ｔＡＳＣ（ｍｉｎ）＝１０ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＡＳ）

・アドレス保持時間の計算
ｔＡＨ（ｍｉｎ）＝１５ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＷＲ）

動作説明
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動作説明

（２）ＡＣ特性

（ｂ）HM678127UH-12

（ａ）H8S/2655

項目 記号 min max 単位

アドレスアクセス時間 tAA - 12 ns

チップセレクトアクセス時間 tACS - 12 ns

出力イネーブルアクセス時間 tOE - 6 ns

出力保持時間 tOH 4 - ns

チップ選択時間 tCW 10 - ns

アドレスセットアップ時間 tAS 0 - ns

ライトパルス時間 tWP 10 - ns

アドレス保持時間 tWR 0 - ns

入力データセット時間 tDW 6 - ns

入力データ保持時間 tDH 0 - ns

項目 記号 min max 単位

アドレス遅延時間 tAD - 20 ns

アドレスセットアップ時間 tASＣ 0.5-×t cyc-15 - ns

アドレスホールド時間 tAH 0.5-×t cyc-10 - ns

/CS遅延時間1 tCSD1 - 20 ns

/RD遅延時間1 tRSD1 - 20 ns

/RD遅延時間2 tRSD2 - 20 ns

リードデータセットアップ時間 tRDS 15 - ns

リードデータホールド時間 tRDH 0 - ns

/WR遅延時間2 tWRD2 - 20 ns

/WRパルス幅1 tWSW1 1.0-×t cyc-20 - ns

ライトデータ遅延時間 tWDD - 30 ns

ライトデータホールド時間 tWDH 0.5-×t cyc-10 - ns
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動作説明

図3.2.2（c）　ＳＲＡＭリード／ライトタイミングチャート
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）SRAM(HM678127UH-12)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

回路図
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード５（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）SRAM(HM628128B-8)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

（１）図3.2.3（a）にＨ８Ｓ／２６５５と×８ビット構成ＳＲＡＭ（ＨＭ６２８１２８Ｂ－８）の接続例を
示します。Ｈ８Ｓ／２６５５はモード５の８ビットバスモードとし、ＳＲＡＭをエリア１に割り当てます。

（２）図3.2.3（b）にメモリマップを示します。１６Ｍバイトのアドレス空間を２Ｍバイト単位でエリア分割

した場合、ＳＲＡＭ領域はH'200000～H'21FFFFになります。

仕様

３.５　８ビットバスモードによるＳＲＡＭ（HM628128B-8）インタフェース

図3.2.3（a）　Ｈ８Ｓ／２６５５とＳＲＡＭの接続例
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード５（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）SRAM(HM628128B-8)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

仕様

（３）表3.2.3（a）にバスコントローラの設定を示します。
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード５（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）SRAM(HM628128B-8)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

（ａ）リードサイクル
Ｈ８Ｓ／２６５５のｔＲＤＳ、ｔＲＤＨの確認をします。

（i）アドレスがクリティカルな場合
・セットアップ時間の計算【T 1-1サイクルの立ち上がり】

３ｔｃｙｃ－（ｔＡＤ（ｍａｘ）＋ｔＡＡ（ｍａｘ））＝４５ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）
・ホールド時間の計算【T 1-2サイクルの立ち上がり】

ｔＡＤ（ｍｉｎ）＋ｔＯＨ（ｍｉｎ）＝１０ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）
（ii）ＣＳがクリティカルな場合

・セットアップ時間の計算【T 1-1サイクルの立ち上がり】
３ｔｃｙｃ－（ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＋ｔＣＯ１（ｍａｘ））＝４５ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

・ホールド時間の計算【T 1-2サイクルの立ち上がり】
ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）＋ｔＯＨ（ｍｉｎ）＝１０ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

（iii）ＲＤがクリティカルな場合
・セットアップ時間の計算【T 1-1サイクルの立ち下がり】

２．５ｔｃｙｃ－（ｔＲＳＤ１（ｍａｘ）＋ｔＯＥ（ｍａｘ））＝６０ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）
・ホールド時間の計算【T 1-2サイクルの立ち上がり】

ｔＲＳＤ２（ｍｉｎ）＋ｔＯＨ（ｍｉｎ）＝１０ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

動作説明

ＳＲＡＭアクセスにおいて、ＡＣ特性が満足しているかを確認するための計算方法を示します。ｔ ｃｙｃ、規定
のないｍｉｎ値およびｍａｘ値は以下の通りとします。

・ｔｃｙｃ：５０ｎｓ（発振器２０ＭＨｚ（＝φ））
・規定のないｍｉｎ値：０ｎｓ

・規定のないｍａｘ値：ｍｉｎ値
φを基準に求めた時間には【】に基準タイミングを示します。

タイミング値については、「動作説明　（２）ＡＣ特性」を参照して下さい。

（１）リード／ライト
図3.2.3（c）にＳＲＡＭリード／ライトタイミングチャートを示します。

以下のＡＣ特性が満足していることを確認します。

リードデータセットアップ時間 ｔＲＤＳ

リードデータホールド時間 ｔＲＤＨ

入力データセット時間 ｔＤＷ

入力データ保持時間 ｔＤＨ

アドレスセットアップ時間 ｔＡＳ

アドレス保持時間 ｔＷＲ

ライトパルス幅 ｔＷＰ

チップセレクト時間 ｔＣＷ

Ｈ８Ｓ／２６５５

ＳＲＡＭ

（HM628128B-8）

名　称 略　称

４５



ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード５（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）SRAM(HM628128B-8)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

（b）ライトサイクル

ＳＲＡＭのｔＤＷ、ｔＤＨ、ｔＷＰ、ｔＣＷ、ｔＡＳおよびｔＷＲを確認します。
（i）ＳＲＡＭのｔＤＷおよびｔＤＨ

・入力データセット時間の計算【T 1-1サイクルの立ち下がり】
２ｔｃｙｃ＋ｔＷＲＤ２（ｍｉｎ）－ｔＷＤＤ（ｍａｘ）＝７０ｎｓ≧３５ｎｓ（ｔＤＷ）

・入力データ保持時間の計算
ｔＷＤＨ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃー１０＝１５ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＤＨ）

（ii）ＳＲＡＭのｔＷＰおよびｔＣＷ

・ライトパルス幅の計算【T 2サイクルの立ち上がり】
１．５ｔｃｙｃ＋ｔＷＲＤ２（ｍｉｎ）ーｔＷＲＤ１（ｍａｘ）＝５５ｎｓ≧５５ｎｓ（ｔＷＰ）

・チップセレクト時間の計算【T 1-1サイクルの立ち上がり】
３ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝１３０ｎｓ≧７５ｎｓ（ｔＣＷ）

（iii）ＳＲＡＭのｔＡＳおよびｔＷＲ

・アドレスセットアップ時間の計算【T 1-1サイクルの立ち上がり】
ｔｃｙｃ＋ｔＷＲＤ１（ｍｉｎ）－ｔＡＤ（ｍａｘ）＝３０ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＡＳ）

・アドレス保持時間の計算【T 3サイクルの立ち下がり】
０．５ｔｃｙｃ＋ｔＡＤ（ｍｉｎ）－ｔＷＲＤ２（ｍａｘ）＝５ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＷＲ）

動作説明
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード５（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）SRAM(HM628128B-8)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（２）ＡＣ特性

（ａ）H8S/2655

項目 記号 min max 単位

アドレスアクセス時間 tAA - 85 ns

チップセレクトアクセス時間 tCO1 - 85 ns

出力イネーブルアクセス時間 tOE - 45 ns

出力保持時間 tOH 10 - ns

チップセレクト時間 tCW 60 - ns

アドレスセットアップ時間 tAS 0 - ns

ライトパルス幅 tWP 50 - ns

アドレス保持時間 tWR 0 - ns

入力データセット時間 tDW 30 - ns

入力データ保持時間 tDH 0 - ns

（ｂ）HM628128B-8

項目 記号 min max 単位

アドレス遅延時間 tAD - 20 ns

/CS遅延時間1 tCSD1 - 20 ns

/RD遅延時間1 tRSD1 - 20 ns

/RD遅延時間2 tRSD2 - 20 ns

リードデータセットアップ時間 tRDS 15 - ns

リードデータホールド時間 tRDH 0 - ns

/WR遅延時間1 tWRD1 - 20 ns

/WR遅延時間2 tWRD2 - 20 ns

ライトデータ遅延時間 tWDD - 30 ns

ライトデータホールド時間 tWDH 0.5-×t cyc-10 - ns

４７



ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード５（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）SRAM(HM628128B-8)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

図3.2.3（c）リード／ライトタイミングチャート

　 ：ＳＲＡＭ（HM628128B-8）のＡＣ特性
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回路図
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）SRAM(HM628128B-8)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

（１）図3.2.4（a）にＨ８Ｓ／２６５５と×８ビット構成ＳＲＡＭ（ＨＭ６２８１２８Ｂ－８）の接続例を
示します。Ｈ８Ｓ／２６５５はモード４の１６ビットバスモードとし、ＳＲＡＭをエリア１に割り当て

ます。

（２）図3.2.4（b）にメモリマップを示します。１６Ｍバイトのアドレス空間を２Ｍバイト単位でエリア分割

した場合、ＳＲＡＭ領域はH'200000～H'23FFFFになります。

図3.2.4（a）　Ｈ８Ｓ／２６５５とＳＲＡＭの接続例

仕様

３.６　１６ビットバスモードによるＳＲＡＭ（HM628128B-8）インタフェース
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図3.2.4（b）　メモリマップ
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）SRAM(HM628128B-8)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

仕様

（３）表3.2.4（a）にバスコントローラの設定を示します。
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）SRAM(HM628128B-8)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（ａ）リードサイクル

Ｈ８Ｓ／２６５５ｔＲＤＳ、ｔＲＤＨの確認をします。
（i）アドレスがクリティカルな場合

・セットアップ時間の計算【T 1-1サイクルの立ち上がり】
３ｔｃｙｃ－（ｔＡＤ（ｍａｘ）＋ｔＡＡ（ｍａｘ））＝４５ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

・ホールド時間の計算【T1-2サイクルの立ち上がり】
ｔＡＤ（ｍｉｎ）＋ｔＯＨ（ｍｉｎ）＝１０ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

（ii）ＣＳがクリティカルな場合
・セットアップ時間の計算【T 1-1サイクルの立ち上がり】

３ｔｃｙｃ－（ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＋ｔＣＯ１（ｍａｘ））＝４５ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）
・ホールド時間の計算【T1-2サイクルの立ち上がり】

ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）＋ｔＯＨ（ｍｉｎ）＝１０ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）
（iii）ＲＤがクリティカルな場合

・セットアップ時間の計算【T 1-1サイクルの立ち下がり】
２．５ｔｃｙｃ－（ｔＲＳＤ１（ｍａｘ）＋ｔＯＥ（ｍａｘ））＝６０ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

・ホールド時間の計算【T 1-2サイクルの立ち上がり】
ｔＲＳＤ２（ｍｉｎ）＋ｔＯＨ（ｍｉｎ）＝１０ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

ＳＲＡＭアクセスにおいて、ＡＣ特性が満足しているかを確認するための計算方法を示します。ｔ ｃｙｃ、規定
のないｍｉｎ値およびｍａｘ値は以下の通りとします。

・ｔｃｙｃ：５０ｎｓ（発振器２０ＭＨｚ（＝φ））
・規定のないｍｉｎ値：０ｎｓ

・規定のないｍａｘ値：ｍｉｎ値
φを基準に求めた時間には【】に基準タイミングを示します。

タイミング値については、「動作説明　（２）ＡＣ特性」を参照して下さい。

（１）リード／ライト
図3.2.4（c）にＳＲＡＭリード／ライトタイミングチャートを示します。

以下のＡＣ特性が満足していることを確認します。

リードデータセットアップ時間 ｔＲＤＳ

リードデータホールド時間 ｔＲＤＨ

入力データセット時間 ｔＤＷ

入力データ保持時間 ｔＤＨ

アドレスセットアップ時間 ｔＡＳ

アドレス保持時間 ｔＷＲ

ライトパルス幅 ｔＷＰ

チップセレクト時間 ｔＣＷ

Ｈ８Ｓ／２６５５

ＳＲＡＭ

（HM628128B-8）

名　称 略　称

５２



ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）SRAM(HM628128B-8)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（b）ライトサイクル
ＳＲＡＭのｔＤＷ、ｔＤＨ、ｔＷＰ、ｔＣＷ、ｔＡＳおよびｔＷＲを確認します。

（i）ＳＲＡＭのｔＤＷおよびｔＤＨ

・入力データセット時間の計算【T 1-1サイクルの立ち下がり】

２ｔｃｙｃ＋ｔＷＲＤ２（ｍｉｎ）－ｔＷＤＤ（ｍａｘ）＝７０ｎｓ≧３５ｎｓ（ｔＤＷ）
・入力データ保持時間の計算

ｔＷＤＨ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃー１０＝１５ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＤＨ）

（ii）ＳＲＡＭのｔＷＰおよびｔＣＷ

・ライトパルス幅の計算【T 2サイクルの立ち上がり】

１．５ｔｃｙｃ＋ｔＷＲＤ２（ｍｉｎ）ーｔＷＲＤ１（ｍａｘ）＝５５ｎｓ≧５５ｎｓ（ｔＷＰ）
・チップセレクト時間の計算【T 1-1サイクルの立ち上がり】

３ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝１３０ｎｓ≧７５ｎｓ（ｔＣＷ）

（iii）ＳＲＡＭのｔＡＳおよびｔＷＲ

・アドレスセットアップ時間の計算【T 1-1サイクルの立ち上がり】

ｔｃｙｃ＋ｔＷＲＤ１（ｍｉｎ）－ｔＡＤ（ｍａｘ）＝３０ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＡＳ）
・アドレス保持時間の計算【T 3サイクルの立ち下がり】

０．５ｔｃｙｃ＋ｔＡＤ（ｍｉｎ）－ｔＷＲＤ２（ｍａｘ）＝５ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＷＲ）

５３
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動作説明

（２）ＡＣ特性

（ａ）H8S/2655

項目 記号 min max 単位

アドレスアクセス時間 tAA - 85 ns

チップセレクトアクセス時間 tCO1 - 85 ns

出力イネーブルアクセス時間 tOE - 45 ns

出力保持時間 tOH 10 - ns

チップセレクト時間 tCW 60 - ns

アドレスセットアップ時間 tAS 0 - ns

ライトパルス幅 tWP 50 - ns

アドレス保持時間 tWR 0 - ns

入力データセット時間 tDW 30 - ns

入力データ保持時間 tDH 0 - ns

（ｂ）HM628128B-8

項目 記号 min max 単位

アドレス遅延時間 tAD - 20 ns

/CS遅延時間1 tCSD1 - 20 ns

/RD遅延時間1 tRSD1 - 20 ns

/RD遅延時間2 tRSD2 - 20 ns

リードデータセットアップ時間 tRDS 15 - ns

リードデータホールド時間 tRDH 0 - ns

/WR遅延時間1 tWRD1 - 20 ns

/WR遅延時間2 tWRD2 - 20 ns

ライトデータ遅延時間 tWDD - 30 ns

ライトデータホールド時間 tWDH 0.5-×t cyc-10 - ns

５４
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動作説明

図3.2.4（c）リード／ライトタイミングチャート

　 ：ＳＲＡＭ（HM628128B-8）のＡＣ特性

A23～A0
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回路図
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM514260C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

（１）図3.3.1（a）にＨ８Ｓ／２６５５と×１６ビット構成ＤＲＡＭ（ＨＭ５１４２６０Ｃー７）の接続
例を示します。Ｈ８Ｓ／２６５５はモード４の１６ビットバスモードとし、ＤＲＡＭをエリア２に割
り当てます。バイト制御は/ＣＡＳ２本で行います。

（２）図3.3.1（b）にメモリマップを示します。１６Ｍバイトのアドレス空間を２Ｍバイト単位でエリア
分割した場合、ＤＲＡＭ領域はH'400000～H'47FFFFになります。

図3.3.1（a）　Ｈ８Ｓ／２６５５とＤＲＡＭの接続例

発振器
20MHz

H8S/2655
HM514260C-7

（2CASバイト制御）

A9-A1

D15-D0 I/O15-I/O0

A8-A0

HWR

RAS

UCAS

WE

LCAS

OE

CS2(RAS2)

CAS/OE

仕様

図3.3.1（b）　メモリマップ

Ｈ’６０００００

Ｈ’８０００００

エリア２

エリア３

Ｈ’４０００００

Ｈ’４７ＦＦＦＦ

ＤＲＡＭ
（５１２Ｋバイト）

Ｈ’４０００００

Ｈ’２０００００
エリア１

LCAS

MD0
MD1
MD2

'0'

'1'
'0'

＊ LCAS、LWR端子のどちらかをレジスタで選択

LWR

＊

イメージ

３.７　２ＣＡＳ方式によるＤＲＡＭ（HM514260C-7）インタフェース

（モード4）
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM514260C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

仕様
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM514260C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（a）ＤＲＡＭ
（i）ロウアドレスセットアップ時間の計算【T r-1サイクルの立ち上がり】

０．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）ーｔＡＤ（ｍａｘ）＝５ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＡＳＲ）

（ii）ロウアドレスホールド時間の計算
ｔＡＨ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－１０＝１５ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＲＡＨ）

（iii）カラムアドレスセットアップ時間の計算【T c1-1サイクルの立ち上がり】
ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＡＤ（ｍａｘ）＝３０ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＡＳＣ）

（iv）カラムアドレスホールド時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】
２ｔｃｙｃ＋ｔＡＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝８０ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＣＡＨ）

（v）/ＲＡＳ・/ＣＡＳ遅延時間の計算【T r-1サイクルの立ち下がり】
１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧２０ｎｓ（ｔＲＣＤ）

　（vi）/ＲＡＳ・カラムアドレス遅延時間の計算
ｔＡＨ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－１０＝１５ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＲＡＤ）

　（vii）/ＲＡＳプリチャージ時間の計算【T p-3サイクルの立ち上がり】
１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧５０ｎｓ（ｔＲＰ）

ロウアドレスセットアップ時間 ｔＡＳＲ

ロウアドレスホールド時間 ｔＲＡＨ

カラムアドレスセットアップ時間 ｔＡＳＣ

カラムアドレスホールド時間 ｔＣＡＨ

/ＲＡＳ・/ＣＡＳ遅延時間 ｔＲＣＤ

/ＲＡＳ・カラムアドレス遅延時間 ｔＲＡＤ

/ＲＡＳプリチャージ時間 ｔＲＰ

リードデータセットアップ時間 ｔＲＤＳ

リードデータホールド時間 ｔＲＤＨ

ＤＲＡＭ

（HM514260C-7）

Ｈ８Ｓ／２６５５

名　称 略　称

ＤＲＡＭアクセスにおいて、ＡＣ特性が満足しているかを確認するための計算方法を示します。ｔ ｃｙｃ 、
規定のないｍｉｎ値およびｍａｘ値は以下の通りとします。

・ｔｃｙｃ：５０ｎｓ（発振器２０ＭＨｚ（＝φ））
・規定のないｍｉｎ値：０ｎｓ
・規定のないｍａｘ値：ｍｉｎ値

φを基準に求めた時間には【】に基準タイミングを示します。タイミング値については、「動作説明　
（５）ＡＣ特性」を参照して下さい。

（１）リード
図3.3.1（c）にＤＲＡＭリードのタイミングチャートを示します。以下のＡＣ特性が満足している

ことを確認します。
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM514260C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（２）ライト
図3.3.1（d）にＤＲＡＭライトのタイミングチャートを示します。以下のＡＣ特性が満足している

ことを確認します。

（b）Ｈ８Ｓ／２６５５
（i）リードデータセットアップ時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】

２ｔｃｙｃ－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＋ｔＣＡＣ（ｍａｘ）＝６０ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

ライトコマンドセットアップ時間 ｔＷＣＳ

ライトコマンドホールド時間 ｔＷＣＨ

ライト入力セットアップ時間 ｔＤＳ

ライト入力ホールド時間 ｔＤＨ

ＤＲＡＭ

（HM514260C-7）

名　称 略　称

（a）ライトコマンドセットアップ時間の計算
ｔＷＣＳ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－１０＝１５ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＷＣＳ）

（b）ライトコマンドホールド時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】
１．５ｔｃｙｃ－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＷＣＨ）

（c）ライト入力セットアップ時間の計算
ｔＷＤＳ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－２０＝５ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＤＳ）

（d）ライト入力ホールド時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】
１．５ｔｃｙｃ＋ｔＷＲＤ１（ｍｉｎ）＋ｔＷＤＨ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＤＨ）

ｔＲＣＤ（計算値）≧ｔＲＣＤ（ｍａｘ）かつｔＲＡＤ（計算値）≦ｔＲＡＤ（ｍａｘ） /ＣＡＳからのアクセス時間（ｔＣＡＣ）

ｔＲＣＤ（計算値）≦ｔＲＣＤ（ｍａｘ）かつｔＲＡＤ（計算値）≧ｔＲＡＤ（ｍａｘ） アドレスからのアクセス時間（ｔＡＡ）

ｔＲＣＤ（計算値）≦ｔＲＣＤ（ｍａｘ）かつｔＲＡＤ（計算値）≦ｔＲＡＤ（ｍａｘ） /ＲＡＳからのアクセス時間（ｔＲＡＣ）

条　件 適用時間

（ii）リードデータホールド時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】
　ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）＋ｔＯＦＦ１（ｍｉｎ）＝０ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

＜補足＞　アクセス時間はｔＲＣＤおよびｔＲＡＤにより以下の時間で規定します。
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM514260C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（b）/ＲＡＳダウンモード
/ＲＡＳダウンモードは、メモリコントロールレジスタ（MCR）のRCDMビットを'１'に設定する

と選択できます。ただし、/ＬＷＲ端子を/ＬＣＡＳ信号として用いる場合には使用できません。

（３）バーストモード
（a）高速ページモード

　高速ページモードでは、以下のＡＣ特性が満足していることを確認します。

リードデータセットアップ時間 ｔＲＤＳ

リードデータホールド時間 ｔＲＤＨ

高速ページモード/ＣＡＳプリチャージ時間 ｔＣＰ

高速ページモードサイクル時間 ｔＰＣ

/ＣＡＳプリチャージからの/ＲＡＳホールド時間 ｔＲＨＣＰ

Ｈ８Ｓ／２６５５

ＤＲＡＭ

（HM514260C-7）

名　称 略　称

（i）Ｈ８Ｓ／２６５５
（i-1）リードデータセットアップ時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】

　３ｔｃｙｃ－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）－ｔＡＣＰ（ｍａｘ）＝９０ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

（i-2）リードデータホールド時間の計算【T p-3サイクルの立ち上がり】
ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）＋ｔＯＦＦ１（ｍｉｎ）＝０ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

（ii）ＤＲＡＭ
　（ii-1）高速ページモード/ＣＡＳプリチャージ時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】

ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝３０ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＰ）

（ii-2）高速ページモードサイクル時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】
３ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝１３０ｎｓ　≧４５ｎｓ（ｔＰＣ）

（ii-3）/ＣＡＳプリチャージからの/ＲＡＳホールド時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】
３ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝１３０ｎｓ　≧４０ｎｓ（ｔＲＨＣＰ）
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（４）リフレッシュサイクル（/ＣＡＳビフォ/ＲＡＳリフレッシュ）
図3.3.1（e）、図3.3.1（f）に/ＣＡＳビフォ/ＲＡＳリフレッシュタイミングチャートを示します。　

以下のＡＣ特性が満足していることを確認します。

/ＲＡＳプリチャージ時間 ｔＲＰ

/ＣＡＳセットアップ時間 ｔＣＳＲ

/ＲＡＳパルス幅 ｔＲＡＳ

/ＣＡＳホールド時間 ｔＣＨＲ

ノーマルモード・/ＣＡＳプリチャージ時間 ｔＣＰＮ

ランダムリード・ライトサイクル時間　 ｔＲＣ

ＤＲＡＭ

（HM514260C-7）

名　称 略　称

（a）/ＲＡＳプリチャージ時間
（i）ノーマルサイクルからリフレッシュサイクルに遷移【T Rpサイクルの立ち上がり】

１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧５０ｎｓ（ｔＲＰ）
（ii）リフレッシュサイクルからノーマルサイクルに遷移

（ii-1）/ＬＣＡＳ信号として/ＬＣＡＳ端子を使用する場合【T pサイクルの立ち上がり】
１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧５０ｎｓ（ｔＲＰ）

（ii-2）/ＬＣＡＳ信号として/ＬＷＲ端子を使用する場合【T RIサイクルの立ち上がり】
２．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝１０５ｎｓ　≧５０ｎｓ（ｔＲＰ）

（b）/ＣＡＳセットアップ時間
ｔＣＳＲ（ｍｉｎ）＝１５ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＳＲ）

（c）/ＲＡＳパルス幅【T Rrサイクルの立ち下がり】
２．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝１０５ｎｓ　≧７０ｎｓ（ｔＲＡＳ）

（d）/ＣＡＳホールド時間【T Rrサイクルの立ち下がり】
２．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝１０５ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＨＲ）

（e）ノーマルモード・/ＣＡＳプリチャージ時間
（i）ノーマルサイクルからリフレッシュサイクルに遷移【T Rpサイクルの立ち上がり】

ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝７０ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＰＮ）
（ii）リフレッシュサイクルからノーマルサイクルに遷移

（ii-1）/ＬＣＡＳ信号として/ＬＣＡＳ端子を使用する場合【T pサイクルの立ち上がり】
３ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝１３０ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＰＮ）

（ii-2）/ＬＣＡＳ信号として/ＬＷＲ端子を使用する場合【T RIサイクルの立ち上がり】
４ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝１８０ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＰＮ）

（f）ランダムリード・ライトサイクル時間【T Rrサイクルの立ち下がり】
（i）/ＬＣＡＳ信号として/ＬＣＡＳ端子を使用する場合

４ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝１８０ｎｓ　≧１３０ｎｓ（ｔＲＣ）
（ii）/ＬＣＡＳ信号として/ＬＷＲ端子を使用する場合

５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝２３０ｎｓ　≧１３０ｎｓ（ｔＲＣ）

動作説明
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動作説明

（５）ＡＣ特性
表3.3.1（b）にＨ８Ｓ／２６５５のＡＣ特性を、表3.3.1（c）にＨＭ５１４２６０Ｃ－７のＡＣ特性

を示します。

表3.3.1（b）Ｈ８Ｓ／２６５５のＡＣ特性

表3.3.1（c）ＨＭ５１４２６０Ｃ－７のＡＣ特性

項目 記号 min max 単位

ランダムリード・ライトサイクル時間 t RC 130 - ns

/RASプリチャージ時間 t RP 50 - ns

/RASパルス幅 t RAS 70 10000 ns

ロウアドレスセットアップ時間 t ASR 0 - ns

ロウアドレスホールド時間 t RAH 10 - ns

カラムアドレスセットアップ時間 t ASC 0 - ns

カラムアドレスホールド時間 t CAH 15 - ns

/RAS・/CAS遅延時間 t RCD 20 50 ns

/RAS・カラムアドレス遅延時間 t RAD 15 35 ns

/RASからのアクセス時間 t RAC - 70 ns

/CASからのアクセス時間 t CAC - 20 ns

アドレスからのアクセス時間 t AA - 35 ns

出力バッファターンオフ時間 t OFF1 0 15 ns

ライトコマンドセットアップ時間 t WCS 0 - ns

ライトコマンドホールド時間 t WCH 15 - ns

データ入力セットアップ時間 t DS 0 - ns

データ入力ホールド時間 t DH 15 - ns

/CASセットアップ時間 t CSR 10 - ns

/CASホールド時間 t CHR 10 - ns

ノーマルモード・/CASプリチャージ時間 t CPN 10 - ns

高速ページモードサイクル時間 t PC 45 - ns

高速ページモード/CASプリチャージ時間 t CP 10 - ns

/CASプリチャージからのアクセス時間 t ACP - 40 ns

/CASプリチャージからの/RASホールド時間 t RHCP 40 - ns

項目 記号 min max 単位

アドレス遅延時間 tAD - 20 ns

アドレスホールド時間 tAH 0.5×t cyc-10 - ns

/CS遅延時間1 tCSD1 - 20 ns

/CS遅延時間2 tCSD2 - 20 ns

/CAS遅延時間 tCASD - 20 ns

リードデータセットアップ時間 tRDS 15 - ns

リードデータホールド時間 tRDH 0 - ns

/WR遅延時間1 tWRD1 - 20 ns

ライトデータセットアップ時間 tWDS 0.5×t cyc-20 - ns

ライトデータホールド時間 tWDH 0.5×t cyc-10 - ns

/WRセットアップ時間 tWCS 0.5×t cyc-10 - ns
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動作説明

φ
(H8S/2655)

A9-1

(H8S/2655)

　  D15-0

(DRAM
  →H8S/2655)

OE
(DRAM)

CS2(RAS2)
(H8S/2655)

tRDH

Tr-1 Tc1-1 Tw-1 Tc2-1 Tc1-2 Tw-2 Tc2-2
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tCASD

tASC tCAH
tRAH

tASR

tAH

tCSD2

tRAD

tCAC

tRCD

tAA

tRAC

tRDS

tOFF1

図3.3.1（c）　ＤＲＡＭリードタイミングチャート

：ＤＲＡＭ（HM514260C-7）のＡＣ特性　　

UCAS,LCAS
(H8S/2655)

tRP
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Tp-1 Tr-3Tp-3
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動作説明

φ
(H8S/2655)

A9-1

(H8S/2655)

     D15-0

(H8S/2655
   →DRAM)

CS2(RAS2)
(H8S/2655)

Tr-1 Tc1-1 Tw-1 Tc2-1 Tc1-2 Tw-2 Tc2-2

tAD

tCASD

tASC tCAH
tRAH

tASR

tAH

tCSD2

tRCD

tWCS

tWRD1tWCHtWCS

tWDH
tDHtDS

tWDS

図3.3.1（d）　ＤＲＡＭライトタイミングチャート

：ＤＲＡＭ（HM514260C-7）のＡＣ特性　　
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動作説明

TRp TRr TRc1 TRc2

tCASD tCSR

tCSD2

      φ
(H8S/2655)

tRP

tCSR
tCHR

tRAS

図3.3.1（e）　/ＣＡＳビフォ/ＲＡＳリフレッシュタイミングチャート
　　　　　　（/ＬＣＡＳ信号として/ＬＣＡＳ端子を使用する場合）

：ＤＲＡＭ（HM514260C-7）のＡＣ特性　　

tCPN
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tCSD1

tCASD

Tp Tr
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TRp TRr TRc1 TRc2

tCASD tCSR

tCSD2

      φ
(H8S/2655)

tRP

tCSR
tCHR

tRAS

図3.3.1（f）　/ＣＡＳビフォ/ＲＡＳリフレッシュタイミングチャート
　　　　　（/ＬＣＡＳ信号として/ＬＷＲ端子を使用する場合）

：ＤＲＡＭ（HM514260C-7）のＡＣ特性　　
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（１）図3.3.2（a）にＨ８Ｓ／２６５５と×１６ビット構成ＤＲＡＭ（ＨＭ５１４２７０Ｃ－７）の接続
例を示します。Ｈ８Ｓ／２６５５はモード４の１６ビットバスモードとし、ＤＲＡＭをエリア２に割
り当てます。バイト制御は、/ＷＥ２本方式で行います。

（２）図3.3.2（b）にメモリマップを示します。１６Ｍバイトのアドレス空間を２Ｍバイト単位でエリア
分割した場合、ＤＲＡＭ領域はH'400000～H'47FFFFになります。

仕様

図3.3.2（b）　メモリマップ

Ｈ’６０００００

Ｈ’８０００００

エリア２

エリア３

Ｈ’４０００００

Ｈ’４７ＦＦＦＦ

ＤＲＡＭ
（５１２Ｋバイト）

Ｈ’４０００００

Ｈ’２０００００
エリア１

イメージ

図3.3.2（a）　Ｈ８Ｓ／２６５５とＤＲＡＭの接続例

発振器
20MHz

H8S/2655
HM514270C-7

（2WEバイト制御）
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D15-D0 I/O15-I/O0
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LWE

OE

CS2(RAS2)

CAS/OE

MD0
MD1
MD2

'0'

'1'
'0'

LWR

（モード4）

３.８　２ＷＥ方式によるＤＲＡＭ（HM514270C-7）インタフェース
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表
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3.
2（
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ッ
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形
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（３）表3.3.2（a）にバスコントローラの設定を示します。
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM514270C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（１）リード
図3.3.2（c）にＤＲＡＭリードのタイミングチャートを示します。以下のＡＣ特性が満足している

ことを確認します。

　　

ＤＲＡＭアクセスにおいて、ＡＣ特性が満足しているかを確認するための計算方法を示します。ｔ ｃｙｃ、
規定のないｍｉｎ値およびｍａｘ値は以下の通りとします。

・ｔｃｙｃ：５０ｎｓ（発振器２０ＭＨｚ（＝φ））
・規定のないｍｉｎ値：０ｎｓ
・規定のないｍａｘ値：ｍｉｎ値

φを基準に求めた時間には【】に基準タイミングを示します。タイミング値については、「動作説明
（５）ＡＣ特性」を参照して下さい。

ロウアドレスセットアップ時間 ｔＡＳＲ

ロウアドレスホールド時間 ｔＲＡＨ

カラムアドレスセットアップ時間 ｔＡＳＣ

カラムアドレスホールド時間 ｔＣＡＨ

/ＲＡＳ・/ＣＡＳ遅延時間 ｔＲＣＤ

/ＲＡＳ・カラムアドレス遅延時間 ｔＲＡＤ

/ＲＡＳプリチャージ時間 ｔＲＰ

リードデータセットアップ時間 ｔＲＤＳ

リードデータホールド時間 ｔＲＤＨ

ＤＲＡＭ

（HM514270C-7）

Ｈ８Ｓ／２６５５

名　称 略　称

（a）ＤＲＡＭ
（i）ロウアドレスセットアップ時間の計算【T r-1サイクルの立ち上がり】

　０．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＡＤ（ｍａｘ）＝５ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＡＳＲ）

（ii）ロウアドレスホールド時間の計算
　ｔＡＨ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－１０＝１５ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＲＡＨ）

（iii）カラムアドレスセットアップ時間の計算【T c1サイクルの立ち上がり】
　ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＡＤ（ｍａｘ）＝３０ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＡＳＣ）

（iv）カラムアドレスホールド時間【T w-1サイクルの立ち上がり】
　２ｔｃｙｃ＋ｔＡＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝８０ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＣＡＨ）

（v）/ＲＡＳ・/ＣＡＳ遅延時間の計算【T r-1サイクルの立ち下がり】
１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧２０ｎｓ（ｔＲＣＤ）

（vi）/ＲＡＳ・カラムアドレス遅延時間の計算
　ｔＡＨ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－１０＝１５ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＲＡＤ）

（vii）/ＲＡＳプリチャージ時間の計算【T p-3サイクルの立ち上がり】
　１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧５０ｎｓ（ｔＲＰ）
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM514270C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（b）Ｈ８Ｓ／２６５５
（i）リードデータセットアップ時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】

　２ｔｃｙｃ－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＋ｔＣＡＣ（ｍａｘ）＝６０ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

（ii）リードデータホールド時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】
　ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）＋ｔＯＦＦ１（ｍｉｎ）＝０ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

（２）ライト
図3.3.2（d）にＤＲＡＭライトのタイミングチャートを示します。以下のＡＣ特性が満足している

ことを確認します。

ライトコマンドセットアップ時間 ｔＷＣＳ

ライトコマンドホールド時間 ｔＷＣＨ

ライト入力セットアップ時間 ｔＤＳ

ライト入力ホールド時間 ｔＤＨ

ＤＲＡＭ

（HM514270C-7）

名　称 略　称

（a）ライトコマンドセットアップ時間の計算
ｔＷＣＳ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－１０＝１５ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＷＣＳ）

（b）ライトコマンドホールド時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】
１．５ｔｃｙｃ－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＷＣＨ）

（c）ライト入力セットアップ時間の計算
ｔＷＤＳ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－２０＝５ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＤＳ）

（d）ライト入力ホールド時間の計算【Tw-1サイクルの立ち上がり】
１．５ｔｃｙｃ＋ｔＷＲＤ１（ｍｉｎ）＋ｔＷＤＨ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＤＨ）

ｔＲＣＤ（計算値）≧ｔＲＣＤ（ｍａｘ）かつｔＲＡＤ（計算値）≦ｔＲＡＤ（ｍａｘ） /ＣＡＳからのアクセス時間（ｔＣＡＣ）

ｔＲＣＤ（計算値）≦ｔＲＣＤ（ｍａｘ）かつｔＲＡＤ（計算値）≧ｔＲＡＤ（ｍａｘ） アドレスからのアクセス時間（ｔＡＡ）

ｔＲＣＤ（計算値）≦ｔＲＣＤ（ｍａｘ）かつｔＲＡＤ（計算値）≦ｔＲＡＤ（ｍａｘ） /ＲＡＳからのアクセス時間（ｔＲＡＣ）

条　件 適用時間

＜補足＞　アクセス時間はｔＲＣＤおよびｔＲＡＤにより以下の時間で規定します。
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM514270C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（b）/ＲＡＳダウンモード
　/ＲＡＳダウンモードは、メモリコントロールレジスタ（MCR）のRCDMビットを'１'に設定する
と選択できます。

（３）バーストモード
（a）高速ページモード

　高速ページモードでは、以下のＡＣ特性が満足していることを確認します。

リードデータセットアップ時間 ｔＲＤＳ

リードデータホールド時間 ｔＲＤＨ

高速ページモード/ＣＡＳプリチャージ時間 ｔＣＰ

高速ページモードサイクル時間 ｔＰＣ

/ＣＡＳプリチャージからの/ＲＡＳホールド時間 ｔＲＨＣＰ

Ｈ８Ｓ／２６５５

ＤＲＡＭ

（HM514270C-7）

名　称 略　称

（i）Ｈ８Ｓ／２６５５
（i-1）リードデータセットアップ時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】

　３ｔｃｙｃ－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）－ｔＡＣＰ（ｍａｘ）＝９０ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

（i-2）リードデータホールド時間の計算【T p-3サイクルの立ち上がり】
ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）＋ｔＯＦＦ１（ｍｉｎ）＝０ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

（ii）ＤＲＡＭ
　（ii-1）高速ページモード/ＣＡＳプリチャージ時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】

ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝３０ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＰ）

（ii-2）高速ページモードサイクル時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】
３ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝１３０ｎｓ　≧４５ｎｓ（ｔＰＣ）

（ii-3）/ＣＡＳプリチャージからの/ＲＡＳホールド時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】
３ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝１３０ｎｓ　≧４０ｎｓ（ｔＲＨＣＰ）
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM514270C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（４）リフレッシュサイクル（/ＣＡＳビフォ/ＲＡＳリフレッシュ）
図3.3.2（e）に/ＣＡＳビフォ/ＲＡＳリフレッシュタイミングチャートを示します。以下のＡＣ特性

が満足していることを確認します。

/ＲＡＳプリチャージ時間 ｔＲＰ

/ＣＡＳセットアップ時間 ｔＣＳＲ

/ＲＡＳパルス幅 ｔＲＡＳ

/ＣＡＳホールド時間 ｔＣＨＲ

ノーマルモード・/ＣＡＳプリチャージ時間 ｔＣＰＮ

ランダムリード・ライトサイクル時間　 ｔＲＣ

ＤＲＡＭ

（HM514270C-7）

名　称 略　称

（a）/ＲＡＳプリチャージ時間
（i）ノーマルサイクルからリフレッシュサイクルに遷移【T Rpサイクルの立ち上がり】

１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧５０ｎｓ（ｔＲＰ）
（ii）リフレッシュサイクルからノーマルサイクルに遷移【T pサイクルの立ち上がり】

１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧５０ｎｓ（ｔＲＰ）

（b）/ＣＡＳセットアップ時間
ｔＣＳＲ（ｍｉｎ）＝１５ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＳＲ）

（c）/ＲＡＳパルス幅【T Rrサイクルの立ち下がり】
２．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝１０５ｎｓ　≧７０ｎｓ（ｔＲＡＳ）

（d）/ＣＡＳホールド時間【T Rrサイクルの立ち下がり】
２．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝１０５ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＨＲ）

（e）ノーマルモード・/ＣＡＳプリチャージ時間
（i）ノーマルサイクルからリフレッシュサイクルに遷移【T Rpサイクルの立ち上がり】

ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝７０ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＰＮ）
（ii）リフレッシュサイクルからノーマルサイクルに遷移【T Rpサイクルの立ち上がり】

３ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝１３０ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＰＮ）

（f）ランダムリード・ライトサイクル時間【T Rrサイクルの立ち下がり】
４ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝１８０ｎｓ　≧１３０ｎｓ（ｔＲＣ）
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM514270C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

（５）ＡＣ特性
表3.3.2（b）にＨ８Ｓ／２６５５のＡＣ特性を、表3.3.2（c）にＨＭ５１４２７０Ｃ－７のＡＣ特性

を示します。

表3.3.2（b）Ｈ８Ｓ／２６５５のＡＣ特性

表3.3.2（c）ＨＭ５１４２７０Ｃ－７のＡＣ特性

項目 記号 min max 単位

ランダムリード・ライトサイクル時間 t RC 130 - ns

/RASプリチャージ時間 t RP 50 - ns

/RASパルス幅 t RAS 70 10000 ns

ロウアドレスセットアップ時間 t ASR 0 - ns

ロウアドレスホールド時間 t RAH 10 - ns

カラムアドレスセットアップ時間 t ASC 0 - ns

カラムアドレスホールド時間 t CAH 15 - ns

/RAS・/CAS遅延時間 t RCD 20 50 ns

/RAS・カラムアドレス遅延時間 t RAD 15 35 ns

/RASからのアクセス時間 t RAC - 70 ns

/CASからのアクセス時間 t CAC - 20 ns

アドレスからのアクセス時間 t AA - 35 ns

出力バッファターンオフ時間 t OFF1 0 15 ns

ライトコマンドセットアップ時間 t WCS 0 - ns

ライトコマンドホールド時間 t WCH 15 - ns

データ入力セットアップ時間 t DS 0 - ns

データ入力ホールド時間 t DH 15 - ns

/CASセットアップ時間 t CSR 10 - ns

/CASホールド時間 t CHR 10 - ns

ノーマルモード・/CASプリチャージ時間 t CPN 10 - ns

高速ページモードサイクル時間 t PC 45 - ns

高速ページモード/CASプリチャージ時間 t CP 10 - ns

/CASプリチャージからのアクセス時間 t ACP - 40 ns

/CASプリチャージからの/RASホールド時間 t RHCP 40 - ns

項目 記号 min max 単位

アドレス遅延時間 tAD - 20 ns

アドレスホールド時間 tAH 0.5×t cyc-10 - ns

/CS遅延時間1 tCSD1 - 20 ns

/CS遅延時間2 tCSD2 - 20 ns

/CAS遅延時間 tCASD - 20 ns

リードデータセットアップ時間 tRDS 15 - ns

リードデータホールド時間 tRDH 0 - ns

/WR遅延時間1 tWRD1 - 20 ns

ライトデータセットアップ時間 tWDS 0.5×t cyc-20 - ns

ライトデータホールド時間 tWDH 0.5×t cyc-10 - ns

/WRセットアップ時間 tWCS 0.5×t cyc-10 - ns

動作説明
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動作説明

φ
(H8S/2655)

A9-1

(H8S/2655)

　  D15-0

(DRAM
  →H8S/2655)

OE
(DRAM)

CS2(RAS2)
(H8S/2655)

tRDH

Tr-1 Tc1-1 Tw-1 Tc2-1 Tc1-2 Tw-2 Tc2-2

tAD

tCASD

tASC tCAH
tRAH

tASR

tAH

tCSD2

tRAD

tCAC

tRCD

tAA

tRAC

tRDS

tOFF1

図3.3.2（c）　ＤＲＡＭリードタイミングチャート

：ＤＲＡＭ（HM514270C-7）のＡＣ特性　　

CAS
(H8S/2655)

tRP

row column column

tcyc

Tp-1 Tr-3Tp-3

tCSD1 tCSD2

row

tCASD

tACP

tRDHtRDS
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'L'
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM514270C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

φ
(H8S/2655)

A9-1

(H8S/2655)

     D15-0

(H8S/2655
   →DRAM)

CS2(RAS2)
(H8S/2655)

Tr-1 Tc1-1 Tw-1 Tc2-1 Tc1-2 Tw-2 Tc2-2

tAD

tCASD

tASC tCAH
tRAH

tASR

tAH

tCSD2

tRCD

tWCS

tWRD1tWCHtWCS

tWDH
tDHtDS

tWDS

図3.3.2（d）　ＤＲＡＭライトタイミングチャート

：ＤＲＡＭ（HM514270C-7）のＡＣ特性　　

CAS
(H8S/2655)

tRP

row column column

tcyc

Tp-1 Tr-3Tp-3

tCSD1 tCSD2

row
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tCP
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７６



ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM514270C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

TRp TRr TRc1 TRc2

tCASD tCSR

tCSD2

      φ
(H8S/2655)

tRP

tCSR
tCHR

tRAS

図3.3.2（e）　/ＣＡＳビフォ/ＲＡＳリフレッシュタイミングチャート

：ＤＲＡＭ（HM514270C-7）のＡＣ特性　　

tCPN
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tCASD

Tp Tr
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tRP

tCPN
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ノーマルサイクルリフレッシュサイクルノーマルサイクル

CS2(RAS2)
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

（１）図3.3.3（a）にＨ８Ｓ／２６５５と×８ビット構成ＤＲＡＭ（ＨＭ５１Ｓ４８００Ｃ－７）の接続例
を示します。Ｈ８Ｓ／２６５５はモード４の１６ビットバスモードとし、ＤＲＡＭをエリア２に割り当
てます。バイト制御は、/ＣＡＳ２本方式で行います。

図3.3.3（a）Ｈ８Ｓ／２６５５とＤＲＡＭの接続例（バイト制御：/ＣＡＳ２本方式）

発振器
20MHz

H8S/2655 HM51S4800C-7

A9-A1

D15-D0

HWR

LCAS

RD

仕様

CAS/OE

I/O7-I/O0

A8-A0

RAS

CAS

WE

OE

D15-D8 D7-D0

CS2(RAS2)

HM51S4800C-7

I/O7-I/O0

A8-A0

RAS

CAS

WE

OE

MD2
MD1
MD0

'1'
'0'
'0'

（モード4）

LWR

＊

＊ LCAS、LWR端子のどちらかをレジスタで選択

（２）図3.3.3（b）にメモリマップを示します。１６Ｍバイトのアドレス空間を２Ｍバイト単位でエリア
分割した場合、ＤＲＡＭ領域はH'400000～H'4FFFFFになります。

図3.3.3（b）　メモリマップ

Ｈ’６０００００

Ｈ’８０００００

エリア２

エリア３

Ｈ’４０００００

Ｈ’４ＦＦＦＦＦ

ＤＲＡＭ
（１Ｍバイト）

Ｈ’４０００００

Ｈ’２０００００
エリア１

イメージ

３．９　２ＣＡＳ方式によるＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）インタフェース
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

仕様

表
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ー
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＊
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（３）表3.3.3（a）にバスコントローラの設定を示します。
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動作説明

ＤＲＡＭアクセスにおいて、ＡＣ特性が満足しているかを確認するための計算方法を示します。ｔ ｃｙｃ、
規定のないｍｉｎ値およびｍａｘ値は以下の通りとします。

・ｔｃｙｃ：５０ｎｓ（発振器２０ＭＨｚ（＝φ））
・規定のないｍｉｎ値：０ｎｓ
・規定のないｍａｘ値；ｍｉｎ値

φを基準に求めた時間には【】に基準タイミングを示します。タイミング値については、「動作説明
（５）ＡＣ特性」を参照して下さい。

（１）リード
図3.3.3（c）にＤＲＡＭリードのタイミングチャートを示します。以下のＡＣ特性が満足しているこ

とを確認します。

　　

（a）ＤＲＡＭ
（i）ロウアドレスセットアップ時間の計算【T r-1サイクルの立ち上がり】

０．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＡＤ（ｍａｘ）＝５ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＡＳＲ）

（ii）ロウアドレスホールド時間の計算
ｔＡＨ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－１０＝１５ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＲＡＨ）

（iii）カラムアドレスセットアップ時間の計算【T c1-1サイクルの立ち上がり】
ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＡＤ（ｍａｘ）＝３０ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＡＳＣ）

（iv）カラムアドレスホールド時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】
２ｔｃｙｃ＋ｔＡＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝８０ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＣＡＨ）

（v）/ＲＡＳ・/ＣＡＳ遅延時間の計算【T r-1サイクルの立ち下がり】
１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧２０ｎｓ（ｔＲＣＤ）

　（vi）/ＲＡＳ・カラムアドレス遅延時間の計算
ｔＡＨ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－１０＝１５ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＲＡＤ）

　（vii）/ＲＡＳプリチャージ時間の計算【T p-3サイクルの立ち上がり】
１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧５０ｎｓ（ｔＲＰ）

ロウアドレスセットアップ時間 ｔＡＳＲ

ロウアドレスホールド時間 ｔＲＡＨ

カラムアドレスセットアップ時間 ｔＡＳＣ

カラムアドレスホールド時間 ｔＣＡＨ

/ＲＡＳ・/ＣＡＳ遅延時間 ｔＲＣＤ

/ＲＡＳ・カラムアドレス遅延時間 ｔＲＡＤ

/ＲＡＳプリチャージ時間 ｔＲＰ

リードデータセットアップ時間 ｔＲＤＳ

リードデータホールド時間 ｔＲＤＨ

ＤＲＡＭ

（HM51S4800C-7）

Ｈ８Ｓ／２６５５

名　称 略　称
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（２）ライト
図3.3.3（d）にＤＲＡＭライトのタイミングチャートを示します。以下のＡＣ特性が満足している

ことを確認します。

（b）Ｈ８Ｓ／２６５５
（i）リードデータセットアップ時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】

２ｔｃｙｃ－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＋ｔＣＡＣ（ｍａｘ）＝６０ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

ライトコマンドセットアップ時間 ｔＷＣＳ

ライトコマンドホールド時間 ｔＷＣＨ

ライト入力セットアップ時間 ｔＤＳ

ライト入力ホールド時間 ｔＤＨ

ＤＲＡＭ

（HM51S4800C-7）

名　称 略　称

（a）ライトコマンドセットアップ時間の計算
ｔＷＣＳ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－１０＝１５ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＷＣＳ）

（b）ライトコマンドホールド時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】
１．５ｔｃｙｃ－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＷＣＨ）

（c）ライト入力セットアップ時間の計算
ｔＷＤＳ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－２０＝５ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＤＳ）

（d）ライト入力ホールド時間の計算【Tw-1サイクルの立ち上がり】
１．５ｔｃｙｃ＋ｔＷＲＤ１（ｍｉｎ）＋ｔＷＤＨ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＤＨ）

ｔＲＣＤ（計算値）≧ｔＲＣＤ（ｍａｘ）かつｔＲＡＤ（計算値）≦ｔＲＡＤ（ｍａｘ） /ＣＡＳからのアクセス時間（ｔＣＡＣ）

ｔＲＣＤ（計算値）≦ｔＲＣＤ（ｍａｘ）かつｔＲＡＤ（計算値）≧ｔＲＡＤ（ｍａｘ） アドレスからのアクセス時間（ｔＡＡ）

ｔＲＣＤ（計算値）≦ｔＲＣＤ（ｍａｘ）かつｔＲＡＤ（計算値）≦ｔＲＡＤ（ｍａｘ） /ＲＡＳからのアクセス時間（ｔＲＡＣ）

条　件 適用時間

（ii）リードデータホールド時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】
　ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）＋ｔＯＦＦ１（ｍｉｎ）＝０ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

＜補足＞　アクセス時間はｔＲＣＤおよびｔＲＡＤにより以下の時間で規定します。
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動作説明

（b）/ＲＡＳダウンモード
　/ＲＡＳダウンモードは、メモリコントロールレジスタ（MCR）のRCDMビットを'１'に設定する
と選択できます。ただし、/ＬＷＲ端子を/ＬＣＡＳ信号として用いた場合には使用できません。

（３）バーストモード
（a）高速ページモード

　高速ページモードでは、以下のＡＣ特性が満足していることを確認します。

リードデータセットアップ時間 ｔＲＤＳ

リードデータホールド時間 ｔＲＤＨ

高速ページモード/ＣＡＳプリチャージ時間 ｔＣＰ

高速ページモードサイクル時間 ｔＰＣ

/ＣＡＳプリチャージからの/ＲＡＳホールド時間 ｔＲＨＣＰ

Ｈ８Ｓ／２６５５

ＤＲＡＭ

（HM51S4800C-7）

名　称 略　称

（i）Ｈ８Ｓ／２６５５
（i-1）リードデータセットアップ時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】

　３ｔｃｙｃ－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）－ｔＡＣＰ（ｍａｘ）＝９０ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

（i-2）リードデータホールド時間の計算【T p-3サイクルの立ち上がり】
ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）＋ｔＯＦＦ１（ｍｉｎ）＝０ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

（ii）ＤＲＡＭ
（ii-1）高速ページモード/ＣＡＳプリチャージ時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】

ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝３０ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＰ）

（ii-2）高速ページモードサイクル時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】
３ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝１３０ｎｓ　≧４５ｎｓ（ｔＰＣ）

（ii-3）/ＣＡＳプリチャージからの/ＲＡＳホールド時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】
３ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝１３０ｎｓ　≧４０ｎｓ（ｔＲＨＣＰ）
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（４）リフレッシュサイクル
（a）/ＣＡＳビフォ/ＲＡＳリフレッシュ

図3.3.3（e）、図3.3.3（f）に/ＣＡＳビフォ/ＲＡＳリフレッシュタイミングチャートを示します。
以下のＡＣ特性が満足していることを確認します。

動作説明

/ＲＡＳプリチャージ時間 ｔＲＰ

/ＣＡＳセットアップ時間 ｔＣＳＲ

/ＲＡＳパルス幅 ｔＲＡＳ

/ＣＡＳホールド時間 ｔＣＨＲ

ノーマルモード・/ＣＡＳプリチャージ時間 ｔＣＰＮ

ランダムリード・ライトサイクル時間　 ｔＲＣ

ＤＲＡＭ

（HM51S4800C-7）

名　称 略　称

（i）/ＲＡＳプリチャージ時間
（i-1）ノーマルサイクルからリフレッシュサイクルに遷移【T Rpサイクルの立ち上がり】

１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧５０ｎｓ（ｔＲＰ）
（i-2）リフレッシュサイクルからノーマルサイクルに遷移

・/ＬＣＡＳ信号として/ＬＣＡＳ端子を使用する場合【T pサイクルの立ち上がり】
１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧５０ｎｓ（ｔＲＰ）

・/ＬＣＡＳ信号として/ＬＷＲ端子を使用する場合【T RIサイクルの立ち上がり】
２．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝１０５ｎｓ　≧５０ｎｓ（ｔＲＰ）

（ii）/ＣＡＳセットアップ時間
ｔＣＳＲ（ｍｉｎ）＝１５ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＳＲ）

（iii）/ＲＡＳパルス幅【TRrサイクルの立ち下がり】
２．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝１０５ｎｓ　≧７０ｎｓ（ｔＲＡＳ）

（iv）/ＣＡＳホールド時間【T Rrサイクルの立ち下がり】
２．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝１０５ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＨＲ）

（v）ノーマルモード・/ＣＡＳプリチャージ時間
（v-1）ノーマルサイクルからリフレッシュサイクルに遷移【T Rpサイクルの立ち上がり】

ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝７０ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＰＮ）
（v-2）リフレッシュサイクルからノーマルサイクルに遷移

・/ＬＣＡＳ信号として/ＬＣＡＳ端子を使用する場合【T pサイクルの立ち上がり】
３ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝１３０ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＰＮ）

・/ＬＣＡＳ信号として/ＬＷＲ端子を使用する場合【T RIサイクルの立ち上がり】
４ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝１８０ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＰＮ）

（vi）ランダムリード・ライトサイクル時間【T Rrサイクルの立ち下がり】
（vi-1）/ＬＣＡＳ信号として/ＬＣＡＳ端子を使用する場合

４ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝１８０ｎｓ　≧１３０ｎｓ（ｔＲＣ）
（vi-2）/ＬＣＡＳ信号として/ＬＷＲ端子を使用する場合

５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝２３０ｎｓ　≧１３０ｎｓ（ｔＲＣ）
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（b）セルフリフレッシュモード
図3.3.3（g）にセルフリフレッシュタイミングチャートを示します。
DRAMコントロールレジスタ（DRAMCR）のRMODE ビットを'１'に設定し、その後ソフトウェア

スタンバイモードに遷移するためのＳＬＥＥＰ命令を実行するとＤＲＡＭをセルフリフレッシュモー
ドに遷移させることができます。
セルフリフレッシュモードでは、以下のＡＣ特性が満足していることを確認します。

動作説明

/ＲＡＳパルス幅 ｔＲＡＳＳ

/ＣＡＳホールド時間 ｔＣＨＳ

/ＲＡＳプリチャージ時間 ｔＲＰＳ

ＤＲＡＭ

（HM51S4800C-7）

名　称 略　称

（i）/ＲＡＳパルス幅の計算【T Rrサイクルの立ち下がり】
３．５ｔｃｙｃ＋（ソフトウェアスタンバイ時間）＋ｔ ＣＳＤ１（ｍａｘ）－ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）

＝１０５＋（ソフトウェアスタンバイ時間）ｎｓ　≧１００ｎｓ（ ｔＲＡＳＳ）

（ii）/ＣＡＳホールド時間の計算【T Rcサイクルの立ち下がり】
０．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝５ｎｓ　≧－５０ｎｓ（ｔＣＨＳ）

（iii）/ＲＡＳプリチャージ時間の計算【T Rcサイクルの立ち下がり】
割り込み処理ルーチン領域をＤＲＡＭとすると、
ｔｃｙｃ＋（割り込み例外処理時間）＋１．５ｔ ｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）ーｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）

＝１０５＋（割り込み例外処理時間）ｎｓ　≧１３０ｎｓ（ ｔＲＰＳ）

＜補足＞
以下の条件の場合、割り込み例外処理時間は２１ｔ ｃｙｃ＝１０５０ｎｓのため、上記の
/ＲＡＳプリチャージ時間の不等式は成り立ちます。

・割り込みモード：モード０
・エリア０へのアクセスステート数：４
・スタックエリアへのアクセスステート数：３
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動作説明

（５）ＡＣ特性
表3.3.3（b）にＨ８Ｓ／２６５５のＡＣ特性を、表3.3.3（c）にＨＭ５１Ｓ４８００Ｃ－７のＡＣ特性

を示します。

表3.3.3（b）Ｈ８Ｓ／２６５５のＡＣ特性

表3.3.3（c）ＨＭ５１Ｓ４８００Ｃ－７のＡＣ特性

項目 記号 min max 単位

ランダムリード・ライトサイクル時間 t RC 130 - ns

/RASプリチャージ時間 t RP 50 - ns

/RASパルス幅 t RAS 70 10000 ns

ロウアドレスセットアップ時間 t ASR 0 - ns

ロウアドレスホールド時間 t RAH 10 - ns

カラムアドレスセットアップ時間 t ASC 0 - ns

カラムアドレスホールド時間 t CAH 15 - ns

/RAS・/CAS遅延時間 t RCD 20 50 ns

/RAS・カラムアドレス遅延時間 t RAD 15 35 ns

/RASからのアクセス時間 t RAC - 70 ns

/CASからのアクセス時間 t CAC - 20 ns

アドレスからのアクセス時間 t AA - 35 ns

/OEからのアクセス時間 t OAC - 20 ns

出力バッファターンオフ時間 t OFF1 0 15 ns

ライトコマンドセットアップ時間 t WCS 0 - ns

ライトコマンドホールド時間 t WCH 15 - ns

データ入力セットアップ時間 t DS 0 - ns

データ入力ホールド時間 t DH 15 - ns

/CASセットアップ時間 t CSR 10 - ns

/CASホールド時間 t CHR 10 - ns

ノーマルモード・/CASプリチャージ時間 t CPN 10 - ns

高速ページモードサイクル時間 t PC 45 - ns

高速ページモード/CASプリチャージ時間 t CP 10 - ns

/CASプリチャージからのアクセス時間 t ACP - 40 ns

/CASプリチャージからの/RASホールド時間 t RHCP 40 - ns

セルフリフレッシュ/RASパルス幅 t RASS 100 - ns

セルフリフレッシュ/RASプリチャージ時間 t RPS 130 - ns

セルフリフレッシュ/CASホールド時間 t CHS -50 - ns

項目 記号 min max 単位

アドレス遅延時間 tAD - 20 ns

アドレスホールド時間 tAH 0.5×t cyc-10 - ns

/CS遅延時間1 tCSD1 - 20 ns

/CS遅延時間2 tCSD2 - 20 ns

/RD遅延時間1 tRSD1 - 20 ns

/CAS遅延時間 tCASD - 20 ns

リードデータセットアップ時間 tRDS 15 - ns

リードデータホールド時間 tRDH 0 - ns

/WR遅延時間1 tWRD1 - 20 ns

ライトデータセットアップ時間 tWDS 0.5×t cyc-20 - ns

ライトデータホールド時間 tWDH 0.5×t cyc-10 - ns

/WRセットアップ時間 tWCS 0.5×t cyc-10 - ns
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動作説明

φ
(H8S/2655)

A9-1

(H8S/2655)

　  D15-0

(DRAM
  →H8S/2655)

RD
(H8S/2655)

CS2(RAS2)
(H8S/2655)

tRDH

Tr-1 Tc1-1 Tw-1 Tc2-1 Tc1-2 Tw-2 Tc2-2

tAD

tCASD

tASC tCAH
tRAH

tASR

tAH

tCSD2

tRAD

tCAC

tRCD

tAA

tRAC

tRDS

tOFF1

図3.3.3（c）　ＤＲＡＭリードタイミングチャート

：ＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）のＡＣ特性　　
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動作説明

φ
(H8S/2655)

A9-1

(H8S/2655)

     D15-0

(H8S/2655
   →DRAM)

CS2(RAS2)
(H8S/2655)

Tr-1 Tc1-1 Tw-1 Tc2-1 Tc1-2 Tw-2 Tc2-2

tAD

tCASD

tASC tCAH
tRAH

tASR

tAH

tCSD2

tRAD

tRCD

tWCS

tWRD1tWCHtWCS

tWDH
tDHtDS

tWDS

図3.3.3（d）　ＤＲＡＭライトタイミングチャート

：ＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）のＡＣ特性　　
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動作説明

TRp TRr TRc1 TRc2

tCASD tCSR

tCSD2

      φ
(H8S/2655)

tRP

tCSR
tCHR

tRAS

図3.3.3（e）　/ＣＡＳビフォ/ＲＡＳリフレッシュタイミングチャート
　　　　　　　（/ＬＣＡＳ信号として/ＬＣＡＳ端子を使用する場合）

：ＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）のＡＣ特性　　
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ノーマルサイクルリフレッシュサイクルノーマルサイクル

CS2(RAS2)
(H8S/2655)

図3.3.3（f）　/ＣＡＳビフォ/ＲＡＳリフレッシュタイミングチャート
　　　　　　　（/ＬＣＡＳ信号として/ＬＷＲ端子を使用する場合）

：ＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）のＡＣ特性　　
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TRp TRr

tCASD

tCSD2

      φ
(H8S/2655)

tRPS

tCHS

tRASS

：ＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）のＡＣ特性　　

tCSD1

tCASD

tCSD2

Tp

tcyc

ノーマルサイクルリフレッシュサイクル

CS2(RAS2)
(H8S/2655)

図3.3.3（g）　セルフリフレッシュタイミングチャート

TrTRc3

ソフトウェアスタンバイ 割り込み例外処理

動作説明

UCAS,LCAS
(H8S/2655)
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回路図

A
9

A
8

A
7

A
6

A
5

A
4

A
3

A
2

A
1

D
15

D
14

D
13

D
12

D
11

D
10

D
9

D
8

D
7

D
6

D
5

D
4

D
3

D
2

D
1

D
0

81 86

R
E
S

H
8S

/2
65
5F

P
-1
28

D
15

D
14

D
13

D
12

D
11

D
10

D
9

D
8

D
7

D
6

D
5

D
4

D
3

D
2

D
1

A
9

16

D
0

57 56 55 54 52 51 50 49 48 47 46 45 43 42 41 40

A
8

15

A
7

14

A
6

13

A
5

12

A
4

11

A
3

9

A
2

8

A
1

7 12
8

M
D
2

M
D
1

M
D
0

91
C
S
2

R
D

A
V
S
S

A
V
C
C

V
S
S

V
C
C

V
re
f

D
0

V
C
C

G
N
D

N
C

20
M
H
z

V
C
C

E
X
T
A
L

N
M
I

B
R
E
Q

S
T
B
Y

12
4

12
3

12
5

82 96 83 10
4

10
3

11
3

*2*1

V
cc

A
9

A
8

A
7

A
6

A
5

A
4

A
3

A
2

A
1

A
8

20

A
7

19

A
6

18

A
5

17

A
4

16

A
3

13

A
2

12

A
1

11

A
0

10

D
15

D
14

D
13

D
12

D
11

D
10

D
9

D
8

I/O
7

I/O
6

I/O
5

I/O
4

I/O
3

I/O
2

I/O
1

I/O
0

27 26 25 24 5 4 3 2

V
cc

H
W
R

LC
A
S

C
A
S
/O
E

R
A
S

O
E

C
A
S

W
E

12
6

92 93

8 22 23 7

V
cc

H
M
51
S
48
00
C
J-
7

*1
：
Ｖ
ｃ
ｃ
は
、
5,
 3
9,
 5
8,
 8
4,
 8
9の

全
ピ
ン
を
電
源
に
接
続
す
る
。
　

*2
：
Ｖ
ｓ
ｓ
は
、
3,
4,
10
,1
9,
28
,3
5,
36
,4
4,
53
,6
5,
67
,6
8,
87
,9
9,
10
0,
11
4全

ピ
ン
を
電
源
（
０
Ｖ
）
に
接
続
す
る
。

図
3.
3.
3（

h）
　
Ｈ
Ｍ
５
１
Ｓ
４
８
０
０
Ｃ
Ｊ
－
７
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
/Ｌ

Ｃ
Ａ
Ｓ
信
号
と
し
て
/Ｌ

Ｃ
Ａ
Ｓ
端
子
を
使
用
す
る
場
合
）

V
C
C

V
C
C

V
S
S

V
S
S

1 14 2815

A
9

A
8

A
7

A
6

A
5

A
4

A
3

A
2

A
1

A
8

20

A
7

19

A
6

18

A
5

17

A
4

16

A
3

13

A
2

12

A
1

11

A
0

10

D
7

D
6

D
5

D
4

D
3

D
2

D
1

D
0

I/O
7

I/O
6

I/O
5

I/O
4

I/O
3

I/O
2

I/O
1

I/O
0

27 26 25 24 5 4 3 2

R
A
S

O
E

C
A
S

W
E

8 22 23 7

V
cc

H
M
51
S
48
00
C
J-
7

V
C
C

V
C
C

V
S
S

V
S
S

1 14 2815

74
H
C
00

74
H
C
00

V
cc

V
cc

+ -

V
cc

47
k

10
0k

47
μ74

H
C
14

V
cc

74
H
C
02

９１



ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

（１）図3.3.4（a）にＨ８Ｓ／２６５５と×８ビット構成ＤＲＡＭ（ＨＭ５１Ｓ４８００Ｃ－７）の接続例
を示します。Ｈ８Ｓ／２６５５はモード４の１６ビットバスモードとし、ＤＲＡＭをエリア２に割り当
てます。バイト制御は、/ＷＥ２本方式で行います。

仕様

図3.3.4（a）Ｈ８Ｓ／２６５５とＤＲＡＭの接続例（バイト制御：/ＷＥ２本方式）

発振器
20MHz

H8S/2655 HM51S4800C-7

A9-A1

D15-D0

HWR

LWR

RD

CAS/OE

I/O7-I/O0

A8-A0

RAS

CAS

WE

OE

D15-D8 D7-D0

CS2(RAS2)

HM51S4800C-7

I/O7-I/O0

A8-A0

RAS

CAS

WE

OE

MD2
MD1
MD0

'1'
'0'
'0'

（モード4）

（２）図3.3.4（b）にメモリマップを示します。１６Ｍバイトのアドレス空間を２Ｍバイト単位でエリア
分割した場合、ＤＲＡＭ領域はH'400000～H'4FFFFFになります。

図3.3.4（b）　メモリマップ

Ｈ’６０００００

Ｈ’８０００００

エリア２

エリア３

Ｈ’４０００００

Ｈ’４ＦＦＦＦＦ

ＤＲＡＭ
（１Ｍバイト）

Ｈ’４０００００

Ｈ’２０００００
エリア１

イメージ

３.１０　２ＷＥ方式によるＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）インタフェース
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動作説明

ＤＲＡＭアクセスにおいて、ＡＣ特性が満足しているかを確認するための計算方法を示します。ｔ ｃｙｃ、
規定のないｍｉｎ値およびｍａｘ値は以下の通りとします。

・ｔｃｙｃ：５０ｎｓ（発振器２０ＭＨｚ（＝φ））
・規定のないｍｉｎ値：０ｎｓ
・規定のないｍａｘ値：ｍｉｎ値

φを基準に求めた時間には【】に基準タイミングを示します。タイミング値については、「動作説明
（５）ＡＣ特性」を参照して下さい。

（１）リード
図3.3.4（c）にＤＲＡＭリードのタイミングチャートを示します。以下のＡＣ特性が満足しているこ

とを確認します。

　　

（a）ＤＲＡＭ
（i）ロウアドレスセットアップ時間の計算【T r-1サイクルの立ち上がり】

０．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＡＤ（ｍａｘ）＝５ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＡＳＲ）

（ii）ロウアドレスホールド時間の計算
ｔＡＨ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－１０＝１５ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＲＡＨ）

（iii）カラムアドレスセットアップ時間の計算【T c1-1サイクルの立ち上がり】
ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＡＤ（ｍａｘ）＝３０ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＡＳＣ）

（iv）カラムアドレスホールド時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】
２ｔｃｙｃ＋ｔＡＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝８０ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＣＡＨ）

（v）/ＲＡＳ・/ＣＡＳ遅延時間の計算【T r-1サイクルの立ち下がり】
１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧２０ｎｓ（ｔＲＣＤ）

　（vi）/ＲＡＳ・カラムアドレス遅延時間の計算
ｔＡＨ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－１０＝１５ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＲＡＤ）

　（vii）/ＲＡＳプリチャージ時間の計算【T p-3サイクルの立ち上がり】
１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧５０ｎｓ（ｔＲＰ）

ロウアドレスセットアップ時間 ｔＡＳＲ

ロウアドレスホールド時間 ｔＲＡＨ

カラムアドレスセットアップ時間 ｔＡＳＣ

カラムアドレスホールド時間 ｔＣＡＨ

/ＲＡＳ・/ＣＡＳ遅延時間 ｔＲＣＤ

/ＲＡＳ・カラムアドレス遅延時間 ｔＲＡＤ

/ＲＡＳプリチャージ時間 ｔＲＰ

リードデータセットアップ時間 ｔＲＤＳ

リードデータホールド時間 ｔＲＤＨ

ＤＲＡＭ

（HM51S4800C-7）

Ｈ８Ｓ／２６５５

名　称 略　称
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（２）ライト
図3.3.4（d）にＤＲＡＭライトのタイミングチャートを示します。以下のＡＣ特性が満足している

ことを確認します。

（b）Ｈ８Ｓ／２６５５
（i）リードデータセットアップ時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】

２ｔｃｙｃ－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＋ｔＣＡＣ（ｍａｘ）＝６０ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

ライトコマンドセットアップ時間 ｔＷＣＳ

ライトコマンドホールド時間 ｔＷＣＨ

ライト入力セットアップ時間 ｔＤＳ

ライト入力ホールド時間 ｔＤＨ

ＤＲＡＭ

（HM51S4800C-7）

名　称 略　称

（a）ライトコマンドセットアップ時間の計算
ｔＷＣＳ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－１０＝１５ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＷＣＳ）

（b）ライトコマンドホールド時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】
１．５ｔｃｙｃ－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＷＣＨ）

（c）ライト入力セットアップ時間の計算
ｔＷＤＳ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－２０＝５ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＤＳ）

（d）ライト入力ホールド時間の計算【Tw-1サイクルの立ち上がり】
１．５ｔｃｙｃ＋ｔＷＲＤ１（ｍｉｎ）＋ｔＷＤＨ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＤＨ）

ｔＲＣＤ（計算値）≧ｔＲＣＤ（ｍａｘ）かつｔＲＡＤ（計算値）≦ｔＲＡＤ（ｍａｘ） /ＣＡＳからのアクセス時間（ｔＣＡＣ）

ｔＲＣＤ（計算値）≦ｔＲＣＤ（ｍａｘ）かつｔＲＡＤ（計算値）≧ｔＲＡＤ（ｍａｘ） アドレスからのアクセス時間（ｔＡＡ）

ｔＲＣＤ（計算値）≦ｔＲＣＤ（ｍａｘ）かつｔＲＡＤ（計算値）≦ｔＲＡＤ（ｍａｘ） /ＲＡＳからのアクセス時間（ｔＲＡＣ）

条　件 適用時間

（ii）リードデータホールド時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】
　ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）＋ｔＯＦＦ１（ｍｉｎ）＝０ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

＜補足＞　アクセス時間はｔＲＣＤおよびｔＲＡＤにより以下の時間で規定します。
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動作説明

（b）/ＲＡＳダウンモード
　/ＲＡＳダウンモードは、メモリコントロールレジスタ（MCR）のRCDMビットを'１'に設定する
と選択できます。

（３）バーストモード
（a）高速ページモード

　高速ページモードでは、以下のＡＣ特性が満足していることを確認します。

リードデータセットアップ時間 ｔＲＤＳ

リードデータホールド時間 ｔＲＤＨ

高速ページモード/ＣＡＳプリチャージ時間 ｔＣＰ

高速ページモードサイクル時間 ｔＰＣ

/ＣＡＳプリチャージからの/ＲＡＳホールド時間 ｔＲＨＣＰ

Ｈ８Ｓ／２６５５

ＤＲＡＭ

（HM51S4800C-7）

名　称 略　称

（i）Ｈ８Ｓ／２６５５
（i-1）リードデータセットアップ時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】

　３ｔｃｙｃ－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）－ｔＡＣＰ（ｍａｘ）＝９０ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

（i-2）リードデータホールド時間の計算【T p-3サイクルの立ち上がり】
ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）＋ｔＯＦＦ１（ｍｉｎ）＝０ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

（ii）ＤＲＡＭ
（ii-1）高速ページモード/ＣＡＳプリチャージ時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】

ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝３０ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＰ）

（ii-2）高速ページモードサイクル時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】
３ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝１３０ｎｓ　≧４５ｎｓ（ｔＰＣ）

（ii-3）/ＣＡＳプリチャージからの/ＲＡＳホールド時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】
３ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝１３０ｎｓ　≧４０ｎｓ（ｔＲＨＣＰ）
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

（４）リフレッシュサイクル
（a）/ＣＡＳビフォ/ＲＡＳリフレッシュ

図3.3.4（e）に/ＣＡＳビフォ/ＲＡＳリフレッシュタイミングチャートを示します。以下のＡＣ特
性が満足していることを確認します。

動作説明

/ＲＡＳプリチャージ時間 ｔＲＰ

/ＣＡＳセットアップ時間 ｔＣＳＲ

/ＲＡＳパルス幅 ｔＲＡＳ

/ＣＡＳホールド時間 ｔＣＨＲ

ノーマルモード・/ＣＡＳプリチャージ時間 ｔＣＰＮ

ランダムリード・ライトサイクル時間　 ｔＲＣ

ＤＲＡＭ

（HM51S4800C-7）

名　称 略　称

（i）/ＲＡＳプリチャージ時間
（i-1）ノーマルサイクルからリフレッシュサイクルに遷移【T Rpサイクルの立ち上がり】

１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧５０ｎｓ（ｔＲＰ）
（i-2）リフレッシュサイクルからノーマルサイクルに遷移【T pサイクルの立ち上がり】

１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧５０ｎｓ（ｔＲＰ）

（ii）/ＣＡＳセットアップ時間
ｔＣＳＲ（ｍｉｎ）＝１５ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＳＲ）

（iii）/ＲＡＳパルス幅【TRrサイクルの立ち下がり】
２．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝１０５ｎｓ　≧７０ｎｓ（ｔＲＡＳ）

（iv）/ＣＡＳホールド時間【T Rrサイクルの立ち下がり】
２．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝１０５ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＨＲ）

（v）ノーマルモード・/ＣＡＳプリチャージ時間
（v-1）ノーマルサイクルからリフレッシュサイクルに遷移【T Rpサイクルの立ち上がり】

ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝７０ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＰＮ）
（v-2）リフレッシュサイクルからノーマルサイクルに遷移【T pサイクルの立ち上がり】

３ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝１３０ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＰＮ）

（vi）ランダムリード・ライトサイクル時間【T Rrサイクルの立ち下がり】
４ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝１８０ｎｓ　≧１３０ｎｓ（ｔＲＣ）
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（b）セルフリフレッシュモード
図3.3.4（f）にセルフリフレッシュタイミングチャートを示します。
DRAMコントロールレジスタ（DRAMCR）のRMODE ビットを'１'に設定し、その後ソフトウェア

スタンバイモードに遷移するためのＳＬＥＥＰ命令を実行するとＤＲＡＭをセルフリフレッシュモー
ドに遷移させることができます。
セルフリフレッシュモードでは、以下のＡＣ特性が満足していることを確認します。

動作説明

/ＲＡＳパルス幅 ｔＲＡＳＳ

/ＣＡＳホールド時間 ｔＣＨＳ

/ＲＡＳプリチャージ時間 ｔＲＰＳ

ＤＲＡＭ

（HM51S4800C-7）

名　称 略　称

（i）/ＲＡＳパルス幅の計算【T Rrサイクルの立ち下がり】
３．５ｔｃｙｃ＋（ソフトウェアスタンバイ時間）＋ｔ ＣＳＤ１（ｍａｘ）－ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）

＝１０５＋（ソフトウェアスタンバイ時間）ｎｓ　≧１００ｎｓ（ ｔＲＡＳＳ）

（ii）/ＣＡＳホールド時間の計算【T Rcサイクルの立ち下がり】
０．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝５ｎｓ　≧－５０ｎｓ（ｔＣＨＳ）

（iii）/ＲＡＳプリチャージ時間の計算【T Rcサイクルの立ち下がり】
割り込み処理ルーチン領域をＤＲＡＭとすると、
ｔｃｙｃ＋（割り込み例外処理時間）＋１．５ｔ ｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）ーｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）

＝１０５＋（割り込み例外処理時間）ｎｓ　≧１３０ｎｓ（ ｔＲＰＳ）

＜補足＞
以下の条件の場合、割り込み例外処理時間は２１ｔ ｃｙｃ＝１０５０ｎｓのため、上記の
/ＲＡＳプリチャージ時間の不等式は成り立ちます。

・割り込みモード：モード０
・エリア０へのアクセスステート数：４
・スタックエリアへのアクセスステート数：３
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動作説明

（５）ＡＣ特性
表3.3.4（b）にＨ８Ｓ／２６５５のＡＣ特性を、表3.3.4（c）にＨＭ５１Ｓ４８００Ｃ－７のＡＣ特性

を示します。

表3.3.4（b）Ｈ８Ｓ／２６５５のＡＣ特性

表3.3.4（c）ＨＭ５１Ｓ４８００Ｃ－７のＡＣ特性

項目 記号 min max 単位

ランダムリード・ライトサイクル時間 t RC 130 - ns

/RASプリチャージ時間 t RP 50 - ns

/RASパルス幅 t RAS 70 10000 ns

ロウアドレスセットアップ時間 t ASR 0 - ns

ロウアドレスホールド時間 t RAH 10 - ns

カラムアドレスセットアップ時間 t ASC 0 - ns

カラムアドレスホールド時間 t CAH 15 - ns

/RAS・/CAS遅延時間 t RCD 20 50 ns

/RAS・カラムアドレス遅延時間 t RAD 15 35 ns

/RASからのアクセス時間 t RAC - 70 ns

/CASからのアクセス時間 t CAC - 20 ns

アドレスからのアクセス時間 t AA - 35 ns

/OEからのアクセス時間 t OAC - 20 ns

出力バッファターンオフ時間 t OFF1 0 15 ns

ライトコマンドセットアップ時間 t WCS 0 - ns

ライトコマンドホールド時間 t WCH 15 - ns

データ入力セットアップ時間 t DS 0 - ns

データ入力ホールド時間 t DH 15 - ns

/CASセットアップ時間 t CSR 10 - ns

/CASホールド時間 t CHR 10 - ns

ノーマルモード・/CASプリチャージ時間 t CPN 10 - ns

高速ページモードサイクル時間 t PC 45 - ns

高速ページモード/CASプリチャージ時間 t CP 10 - ns

/CASプリチャージからのアクセス時間 t ACP - 40 ns

/CASプリチャージからの/RASホールド時間 t RHCP 40 - ns

セルフリフレッシュ/RASパルス幅 t RASS 100 - ns

セルフリフレッシュ/RASプリチャージ時間 t RPS 130 - ns

セルフリフレッシュ/CASホールド時間 t CHS -50 - ns

項目 記号 min max 単位

アドレス遅延時間 tAD - 20 ns

アドレスホールド時間 tAH 0.5×t cyc-10 - ns

/CS遅延時間1 tCSD1 - 20 ns

/CS遅延時間2 tCSD2 - 20 ns

/RD遅延時間1 tRSD1 - 20 ns

/CAS遅延時間 tCASD - 20 ns

リードデータセットアップ時間 tRDS 15 - ns

リードデータホールド時間 tRDH 0 - ns

/WR遅延時間1 tWRD1 - 20 ns

ライトデータセットアップ時間 tWDS 0.5×t cyc-20 - ns

ライトデータホールド時間 tWDH 0.5×t cyc-10 - ns

/WRセットアップ時間 tWCS 0.5×t cyc-10 - ns
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明
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RD
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tOFF1

図3.3.4（c）　ＤＲＡＭリードタイミングチャート

：ＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）のＡＣ特性　　
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

φ
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(H8S/2655)

     D15-0

(H8S/2655
   →DRAM)

CS2(RAS2)
(H8S/2655)
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tDHtDS

tWDS

図3.3.4（d）　ＤＲＡＭライトタイミングチャート

：ＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）のＡＣ特性　　
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動作説明

TRp TRr TRc1 TRc2

tCASD tCSR

tCSD2

      φ
(H8S/2655)

tRP

tCSR
tCHR

tRAS

図3.3.4（e）　/ＣＡＳビフォ/ＲＡＳリフレッシュタイミングチャート

：ＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）のＡＣ特性　　
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：ＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）のＡＣ特性　　
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図3.3.4（f）　セルフリフレッシュタイミングチャート

TrTRc3

ソフトウェアスタンバイ 割り込み例外処理
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

（１）図3.3.5（a）にＨ８Ｓ／２６５５と×８ビット構成ＤＲＡＭ（ＨＭ５１Ｓ４８００Ｃ－７）の接続
例を示します。Ｈ８Ｓ／２６５５はモード４の８ビットバスモードとし、ＤＲＡＭをエリア３に割り
当てます。

図3.3.5（a）Ｈ８Ｓ／２６５５とＤＲＡＭの接続例

発振器
20MHz

H8S/2655 HM51S4800C-7

A8-A0

D15-D8

HWR

RD

仕様

CAS/OE

I/O7-I/O0

A8-A0

RAS

CAS

WE

OE

CS3(RAS3)MD2
MD1
MD0

'1'
'0'
'0'

（モード4）

（２）図3.3.5（b）にメモリマップを示します。１６Ｍバイトのアドレス空間を２Ｍバイト単位でエリア
分割した場合、ＤＲＡＭ領域はH'600000～H'67FFFFになります。

図3.3.5（b）　メモリマップ

Ｈ’８０００００

Ｈ’Ａ０００００

エリア３

エリア４

Ｈ’６０００００

Ｈ’６７ＦＦＦＦ

ＤＲＡＭ
（５１２Ｋバイト）

Ｈ’６０００００

Ｈ’４０００００
エリア２

イメージ

３.１１　８ビットバスモードによるＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）インタフェース

１０４



ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ
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（３）表3.3.5（a）にバスコントローラの設定を示します。
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

ＤＲＡＭアクセスにおいて、ＡＣ特性が満足しているかを確認するための計算方法を示します。ｔ ｃｙｃ、
規定のないｍｉｎ値およびｍａｘ値は以下の通りとします。

・ｔｃｙｃ：５０ｎｓ（発振器２０ＭＨｚ（＝φ））
・規定のないｍｉｎ値：０ｎｓ
・規定のないｍａｘ値：ｍｉｎ値

φを基準に求めた時間には【】に基準タイミングを示します。タイミング値については、「動作説明
（５）ＡＣ特性」を参照して下さい。

（１）リード
図3.3.5（c）にＤＲＡＭリードのタイミングチャートを示します。以下のＡＣ特性が満足しているこ

とを確認します。

（a）ＤＲＡＭ
（i）ロウアドレスセットアップ時間の計算【T r-1サイクルの立ち上がり】

０．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＡＤ（ｍａｘ）＝５ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＡＳＲ）

（ii）ロウアドレスホールド時間の計算
ｔＡＨ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－１０＝１５ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＲＡＨ）

（iii）カラムアドレスセットアップ時間の計算【T c1-1サイクルの立ち上がり】
ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＡＤ（ｍａｘ）＝３０ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＡＳＣ）

（iv）カラムアドレスホールド時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】
２ｔｃｙｃ＋ｔＡＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝８０ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＣＡＨ）

（v）/ＲＡＳ・/ＣＡＳ遅延時間の計算【T r-1サイクルの立ち下がり】
１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧２０ｎｓ（ｔＲＣＤ）

　（vi）/ＲＡＳ・カラムアドレス遅延時間の計算
ｔＡＨ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－１０＝１５ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＲＡＤ）

　（vii）/ＲＡＳプリチャージ時間の計算【T p-3サイクルの立ち上がり】
１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧５０ｎｓ（ｔＲＰ）

ロウアドレスセットアップ時間 ｔＡＳＲ

ロウアドレスホールド時間 ｔＲＡＨ

カラムアドレスセットアップ時間 ｔＡＳＣ

カラムアドレスホールド時間 ｔＣＡＨ

/ＲＡＳ・/ＣＡＳ遅延時間 ｔＲＣＤ

/ＲＡＳ・カラムアドレス遅延時間 ｔＲＡＤ

/ＲＡＳプリチャージ時間 ｔＲＰ

リードデータセットアップ時間 ｔＲＤＳ

リードデータホールド時間 ｔＲＤＨ

ＤＲＡＭ

（HM51S4800C-7）

Ｈ８Ｓ／２６５５

名　称 略　称
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（２）ライトアクセス
図3.3.5（d）にＤＲＡＭライトのタイミングチャートを示します。以下のＡＣ特性が満足している

ことを確認します。

（b）Ｈ８Ｓ／２６５５
（i）リードデータセットアップ時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】

２ｔｃｙｃ－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＋ｔＣＡＣ（ｍａｘ）＝６０ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

ライトコマンドセットアップ時間 ｔＷＣＳ

ライトコマンドホールド時間 ｔＷＣＨ

ライト入力セットアップ時間 ｔＤＳ

ライト入力ホールド時間 ｔＤＨ

ＤＲＡＭ

（HM51S4800C-7）

名　称 略　称

（a）ライトコマンドセットアップ時間の計算
ｔＷＣＳ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－１０＝１５ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＷＣＳ）

（b）ライトコマンドホールド時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】
１．５ｔｃｙｃ－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＷＣＨ）

（c）ライト入力セットアップ時間の計算
ｔＷＤＳ（ｍｉｎ）＝０．５ｔｃｙｃ－２０＝５ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＤＳ）

（d）ライト入力ホールド時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】
１．５ｔｃｙｃ＋ｔＷＲＤ１（ｍｉｎ）＋ｔＷＤＨ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＤＨ）

ｔＲＣＤ（計算値）≧ｔＲＣＤ（ｍａｘ）かつｔＲＡＤ（計算値）≦ｔＲＡＤ（ｍａｘ） /ＣＡＳからのアクセス時間（ｔＣＡＣ）

ｔＲＣＤ（計算値）≦ｔＲＣＤ（ｍａｘ）かつｔＲＡＤ（計算値）≧ｔＲＡＤ（ｍａｘ） アドレスからのアクセス時間（ｔＡＡ）

ｔＲＣＤ（計算値）≦ｔＲＣＤ（ｍａｘ）かつｔＲＡＤ（計算値）≦ｔＲＡＤ（ｍａｘ） /ＲＡＳからのアクセス時間（ｔＲＡＣ）

条　件 適用時間

（ii）リードデータホールド時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】
　ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）＋ｔＯＦＦ１（ｍｉｎ）＝０ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

＜補足＞　アクセス時間はｔＲＣＤおよびｔＲＡＤにより以下の時間で規定します。
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（b）/ＲＡＳダウンモード
　/ＲＡＳダウンモードは、メモリコントロールレジスタ（MCR）のRCDMビットを'１'に設定する
と選択できます。

（３）バーストモード
（a）高速ページモード

　高速ページモードでは、以下のＡＣ特性が満足していることを確認します。

リードデータセットアップ時間 ｔＲＤＳ

リードデータホールド時間 ｔＲＤＨ

高速ページモード/ＣＡＳプリチャージ時間 ｔＣＰ

高速ページモードサイクル時間 ｔＰＣ

/ＣＡＳプリチャージからの/ＲＡＳホールド時間 ｔＲＨＣＰ

Ｈ８Ｓ／２６５５

ＤＲＡＭ

（HM51S4800C-7）

名　称 略　称

（i）Ｈ８Ｓ／２６５５
（i-1）リードデータセットアップ時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】

　３ｔｃｙｃ－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）－ｔＡＣＰ（ｍａｘ）＝９０ｎｓ　≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

（i-2）リードデータホールド時間の計算【T p-3サイクルの立ち上がり】
ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）＋ｔＯＦＦ１（ｍｉｎ）＝０ｎｓ　≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

（ii）ＤＲＡＭ　
（ii-1）高速ページモード/ＣＡＳプリチャージ時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】

ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝３０ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＰ）

（ii-2）高速ページモードサイクル時間の計算【T w-1サイクルの立ち上がり】
３ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝１３０ｎｓ　≧４５ｎｓ（ｔＰＣ）

（ii-3）/ＣＡＳプリチャージからの/ＲＡＳホールド時間の計算【T c1-2サイクルの立ち上がり】
３ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝１３０ｎｓ　≧４０ｎｓ（ｔＲＨＣＰ）
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（４）リフレッシュサイクル
（a）/ＣＡＳビフォ/ＲＡＳリフレッシュ

図3.3.5（e）、図3.3.5（f）に/ＣＡＳビフォ/ＲＡＳリフレッシュタイミングチャートを示します。
以下のＡＣ特性が満足していることを確認します。なお、バスコントロールレジスタLのLCASSビッ
トをBCRL.LCASS、メモリコントロールレジスタのCW2ビットをMCR.CW2と記述します。

動作説明

/ＲＡＳプリチャージ時間 ｔＲＰ

/ＣＡＳセットアップ時間 ｔＣＳＲ

/ＲＡＳパルス幅 ｔＲＡＳ

/ＣＡＳホールド時間 ｔＣＨＲ

ノーマルモード・/ＣＡＳプリチャージ時間 ｔＣＰＮ

ランダムリード・ライトサイクル時間　 ｔＲＣ

ＤＲＡＭ

（HM51S4800C-7）

名　称 略　称

（i）/ＲＡＳプリチャージ時間
（i-1）ノーマルサイクルからリフレッシュサイクルに遷移【T Rpサイクルの立ち上がり】

１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧５０ｎｓ（ｔＲＰ）
（i-2）リフレッシュサイクルからノーマルサイクルに遷移

（i-2.1）BCRL.LCASS='0'かつMCR.CW2='0'あるいはMCR.CW2='1'の場合
【Tpサイクルの立ち上がり】

１．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝５５ｎｓ　≧５０ｎｓ（ｔＲＰ）
（i-2.2）BCRL.LCASS='1'かつMCR.CW2='0'の場合【T RIサイクルの立ち上がり】

２．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝１０５ｎｓ　≧５０ｎｓ（ｔＲＰ）

（ii）/ＣＡＳセットアップ時間
ｔＣＳＲ（ｍｉｎ）＝１５ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＳＲ）

（iii）/ＲＡＳパルス幅【T Rrサイクルの立ち下がり】
２．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝１０５ｎｓ　≧７０ｎｓ（ｔＲＡＳ）

（iv）/ＣＡＳホールド時間【T Rrサイクルの立ち下がり】
２．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝１０５ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＨＲ）

（v）ノーマルモード・/ＣＡＳプリチャージ時間
（v-1）ノーマルサイクルからリフレッシュサイクルに遷移【T Rpサイクルの立ち上がり】

ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝７０ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＰＮ）
（v-2）リフレッシュサイクルからノーマルサイクルに遷移

（v-2.1）BCRL.LCASS='0'かつMCR.CW2='0'あるいはMCR.CW2='1'の場合
【Tpサイクルの立ち上がり】

３ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝１３０ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＰＮ）
（v-2.2）BCRL.LCASS='1'かつMCR.CW2='0'の場合【T RIサイクルの立ち上がり】

４ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＝１８０ｎｓ　≧１０ｎｓ（ｔＣＰＮ）

（vi）ランダムリード・ライトサイクル時間【T Rrサイクルの立ち下がり】
（vi-1）BCRL.LCASS='0'かつMCR.CW2='0'あるいはMCR.CW2='1'の場合

４ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝１８０ｎｓ　≧１３０ｎｓ（ｔＲＣ）
（vi-2）BCRL.LCASS='0'かつMCR.CW2='0'あるいはMCR.CW2='1'の場合

５ｔｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＝２３０ｎｓ　≧１３０ｎｓ（ｔＲＣ）
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

（b）セルフリフレッシュモード
図3.3.5（g）にセルフリフレッシュモードのタイミングチャートを示します。
DRAMコントロールレジスタ（DRAMCR）のRMODEビットを'１'に設定し、その後ソフトウェアス

タンバイモードに遷移するためのＳＬＥＥＰ命令を実行するとＤＲＡＭをセルフリフレッシュモード
に遷移させることができます。
セルフリフレッシュモードでは、以下のＡＣ特性が満足していることを確認します。

動作説明

/ＲＡＳパルス幅 ｔＲＡＳＳ

/ＣＡＳホールド時間 ｔＣＨＳ

/ＲＡＳプリチャージ時間 ｔＲＰＳ

ＤＲＡＭ

（HM51S4800C-7）

名　称 略　称

（i）/ＲＡＳパルス幅の計算【T Rrサイクルの立ち下がり】
３．５ｔｃｙｃ＋（ソフトウェアスタンバイ時間）＋ｔ ＣＳＤ１（ｍａｘ）－ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）

＝１０５＋（ソフトウェアスタンバイ時間）ｎｓ　≧１００ｎｓ（ ｔＲＡＳＳ）

（ii）/ＣＡＳホールド時間の計算【T Rcサイクルの立ち下がり】
０．５ｔｃｙｃ＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＝５ｎｓ　≧－５０ｎｓ（ｔＣＨＳ）

（iii）/ＲＡＳプリチャージ時間の計算【T Rcサイクルの立ち下がり】
割り込み処理ルーチン領域をＤＲＡＭとすると、
ｔｃｙｃ＋（割り込み例外処理時間）＋１．５ｔ ｃｙｃ＋ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）ーｔＣＳＤ１（ｍｉｎ）

＝１０５＋（割り込み例外処理時間）ｎｓ　≧１３０ｎｓ（ ｔＲＰＳ）

＜補足＞
以下の条件の場合、割り込み例外処理時間は２１ｔ ｃｙｃ＝１０５０ｎｓのため、上記の
/ＲＡＳプリチャージ時間の不等式は成り立ちます。

・割り込みモード：モード０
・エリア０へのアクセスステート数：４
・スタックエリアへのアクセスステート数：３
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（５）ＡＣ特性
表3.3.5（b）にＨ８Ｓ／２６５５のＡＣ特性を、表3.3.5（c）にＨＭ５１Ｓ４８００Ｃ－７のＡＣ特性

を示します。

表3.3.5（b）Ｈ８Ｓ／２６５５のＡＣ特性

表3.3.5（c）ＨＭ５１Ｓ４８００Ｃ－７のＡＣ特性

項目 記号 min max 単位

ランダムリード・ライトサイクル時間 t RC 130 - ns

/RASプリチャージ時間 t RP 50 - ns

/RASパルス幅 t RAS 70 10000 ns

ロウアドレスセットアップ時間 t ASR 0 - ns

ロウアドレスホールド時間 t RAH 10 - ns

カラムアドレスセットアップ時間 t ASC 0 - ns

カラムアドレスホールド時間 t CAH 15 - ns

/RAS・/CAS遅延時間 t RCD 20 50 ns

/RAS・カラムアドレス遅延時間 t RAD 15 35 ns

/RASからのアクセス時間 t RAC - 70 ns

/CASからのアクセス時間 t CAC - 20 ns

アドレスからのアクセス時間 t AA - 35 ns

/OEからのアクセス時間 t OAC - 20 ns

出力バッファターンオフ時間 t OFF1 0 15 ns

ライトコマンドセットアップ時間 t WCS 0 - ns

ライトコマンドホールド時間 t WCH 15 - ns

データ入力セットアップ時間 t DS 0 - ns

データ入力ホールド時間 t DH 15 - ns

/CASセットアップ時間 t CSR 10 - ns

/CASホールド時間 t CHR 10 - ns

ノーマルモード・/CASプリチャージ時間 t CPN 10 - ns

高速ページモードサイクル時間 t PC 45 - ns

高速ページモード/CASプリチャージ時間 t CP 10 - ns

/CASプリチャージからのアクセス時間 t ACP - 40 ns

/CASプリチャージからの/RASホールド時間 t RHCP 40 - ns

セルフリフレッシュ/RASパルス幅 t RASS 100 - ns

セルフリフレッシュ/RASプリチャージ時間 t RPS 130 - ns

セルフリフレッシュ/CASホールド時間 t CHS -50 - ns

項目 記号 min max 単位

アドレス遅延時間 tAD - 20 ns

アドレスホールド時間 tAH 0.5×t cyc-10 - ns

/CS遅延時間1 tCSD1 - 20 ns

/CS遅延時間2 tCSD2 - 20 ns

/RD遅延時間1 tRSD1 - 20 ns

/CAS遅延時間 tCASD - 20 ns

リードデータセットアップ時間 tRDS 15 - ns

リードデータホールド時間 tRDH 0 - ns

/WR遅延時間1 tWRD1 - 20 ns

ライトデータセットアップ時間 tWDS 0.5×t cyc-20 - ns

ライトデータホールド時間 tWDH 0.5×t cyc-10 - ns

/WRセットアップ時間 tWCS 0.5×t cyc-10 - ns

１１１



ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

φ
(H8S/2655)

A8-0

(H8S/2655)

　  D15-8

(DRAM
  →H8S/2655)

RD
(H8S/2655)

CS3(RAS3)
(H8S/2655)

tRDH

Tr-1 Tc1-1 Tw-1 Tc2-1 Tc1-2 Tw-2 Tc2-2

tAD

tCASD

tASC tCAH
tRAH

tASR

tAH

tCSD2

tRAD

tCAC

tRCD

tAA

tRAC

tRDS

tOFF1

図3.3.5（c）　ＤＲＡＭリードタイミングチャート

：ＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）のＡＣ特性　　

CAS
(H8S/2655)

tRP

row column column

tcyc

Tp-1 Tr-3Tp-3

tCSD1 tCSD2

row

tCASD

tACP

tRDHtRDS

tOFF1

tCASD

tCP

tRHCP

tCASD

tAD tAD

tPC

tRSD1
tOAC

１１２



ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

φ
(H8S/2655)

A8-0

(H8S/2655)

     D15-8

(H8S/2655
   →DRAM)

CS3(RAS3)
(H8S/2655)

Tr-1 Tc1-1 Tw-1 Tc2-1 Tc1-2 Tw-2 Tc2-2

tAD

tCASD

tASC tCAH
tRAH

tASR

tAH

tCSD2

tRAD

tRCD

tWCS

tWRD1
tWCH

tWCS

tWDH
tDHtDS

tWDS

図3.3.5（d）　ＤＲＡＭライトタイミングチャート

：ＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）のＡＣ特性　　

CAS
(H8S/2655)

tRP

row column column

tcyc

Tp-1 Tr-3Tp-3

tCSD1 tCSD2

row

tCASD tCASD

tCP

tRHCP

tCASD

tAD tAD

tPC

HWR
(H8S/2655)
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

TRp TRr TRc1 TRc2

tCASD tCSR

tCSD2

      φ
(H8S/2655)

tRP

tCSR
tCHR

tRAS

図3.3.5（e）　/ＣＡＳビフォ/ＲＡＳリフレッシュタイミングチャート
　　　　　　　（BCRL.LCASS='0'かつMCR.CW2='0'あるいはMCR.CW2='1'の場合）

：ＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）のＡＣ特性　　

tCPN

tRC
tCSD1

tCASD

Tp Tr

tCSD2

Tc1

tCASD

TC2

tCSD1

tCASD

tRP

tCPN

tcyc

ノーマルサイクルリフレッシュサイクルノーマルサイクル

CS3(RAS3)
(H8S/2655)

CAS
(H8S/2655)

図3.3.5（f）　/ＣＡＳビフォ/ＲＡＳリフレッシュタイミングチャート
　　　　　　　（BCRL.LCASS='1'かつMCR.CW2='0'の場合）

：ＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）のＡＣ特性　　

TRp TRr TRc1 TRc2

tCASD tCSR

tCSD2

      φ
(H8S/2655)

tRP

tCSR
tCHR

tRAS

tCPN

tRC
tCSD1

tCASD

Tp Tr

tCSD2

Tc1

tCASD

TC2

tCSD1

tCASD

tRP

tCPN

tcyc

ノーマルサイクルリフレッシュサイクルノーマルサイクル

CS3(RAS3)
(H8S/2655)

TRI

アイドル
サイクル

CAS
(H8S/2655)
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

TRp TRr

tCASD

tCSD2

      φ
(H8S/2655)

tRPS

tCHS

tRASS

：ＤＲＡＭ（HM51S4800C-7）のＡＣ特性　　

tCSD1

tCASD

tCSD2

Tp

tcyc

ノーマルサイクルリフレッシュサイクル

CS3(RAS3)
(H8S/2655)

CAS
(H8S/2655)

図3.3.5（g）　セルフリフレッシュタイミングチャート

TrTRc3

ソフトウェアスタンバイ 割り込み例外処理
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（8ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）DRAM(HM51S4800C-7)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ
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  EDO  DRAM(HM51W16165J-6)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ   　MCU　　H8S/2655　　使用機能　　　ﾓｰﾄﾞ4

仕様

CS2

CAS

LWR

HWR

A1～A12

D0 ～D15

RAS

UCAS

LCAS

WE

A0～A11

I/O0～I/O15

図3.3.5(a)　H8/2655及びHM51W16165J-6接続ブロック図

(1)　　モード4(16Mバイトアクセス、16ビットデータバス 、内蔵ROM無効)による
  　　H8S/2655及びHM51W16165J-6の接続ブロック図を、図3.3.5(a)に示します。

(2)　　図3.3.5(b)にDRAM設定エリアを示します。
　　 　H8S/2655の外部アドレス空間(16Mバイトメモリ空間)内のエリア2(H`400000 
　　 ～H`5FFFFF)をDRAM(HM51W16165J-6)に設定します。

エリア1
(2Mバイト)

エリア2
(２Mバイト)

エリア3
(2Mバイト) 

H`1FFFFF
H`200000

H`3FFFFF
H`400000

H`5FFFFF
H`600000

H`7FFFFF
H`800000

図3.3.5(b)　DRAM設定エリア(メモリマップ)

HM51W16165J-6
　(2Mバイト)

H`400000

H`5FFFFF

H8S/2655 HM51W16165J-6

OE

３.１２　２ＣＡＳ方式によるＥＤＯ  ＤＲＡＭ（HM51W16165J-6）インタフェース
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  EDO  DRAM(HM51W16165J-6)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ   　MCU　　H8S/2655　　使用機能　　　ﾓｰﾄﾞ4

動作説明

(1)EDOページモードリードサイクル
　(a)RASからのリードデータセットアップ時間
 tRAC=2φ＋tCL(max)－tCSD2(max)－tRDS(min)
        =100ns＋20ns－20ns－15ns
        =85ns≧60ns(ﾒﾓﾘ,max)

　(b)CASからのリードデータアクセス時間
 tCAC=tACC1(max)
        =25ns≧15ns(ﾒﾓﾘ,max)

　(c)アドレスからのリードデータアクセス時間
 tAA=tACC3(max)
      =75ns≧30ns(ﾒﾓﾘ,max)

　(d)RASからのリードデータアクセス時間
 tDS=tACC4(max)
      =100ns≧60ns(ﾒﾓﾘ,max)

(2)EDOページモードアーリライトサイクル
　(a)CASからのライトデータセットアップ時間
 tDS=tWDS(min)
      =5ns≧0ns(ﾒﾓﾘ,min)

　(b)CASからのライトデータホールド時間
 tDH=tCH(min)＋tcf(min)＋tWRD1(min)＋tWDH(min)－tCASD(max)
      =20ns＋0ns＋0ns＋15ns－20ns
      =15ns≧10ns(ﾒﾓﾘ,min)

　(c)CASからのライトコマンドセットアップ時間
 tWCS=tWCS(min)
         =5ns≧0ns(ﾒﾓﾘ,min)

　(d)CASからのライトコマンドホールド時間
 tWCH=tWCH(min)
         =15ns≧10ns(min)

　図3.3.5(c),図3.3.5(d)にEDOページモードリードサイクル、EDOページモードアーリ
ライトサイクルを示します。
　H8S/2655とHM51W16165J-6を接続する際、以下のタイミングが満足できるかを確
認します。

１１８



  EDO  DRAM(HM51W16165J-6)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ   　MCU　　H8S/2655　　使用機能　　　ﾓｰﾄﾞ4

(3)リード/ライト共通
　(a)RASセットアップ時間
 tASR=tAS(min)
        =10ns≧0ns(ﾒﾓﾘ,min)

　(b)RASホールド時間
 tRAH=tAH(min)
        =15ns≧10ns(ﾒﾓﾘ,min)

　(c)EDOページモードRASパルス幅
 tRASP=2φ＋tCSD1(min)＋tCL(min)－tCSD2(max)
          =100ns＋0ns＋20ns－20ns
          =100ns≧0ns(ﾒﾓﾘ,min)

　(d)CASパルス幅
 tCAS=φ＋tCASD(min)－tCASD(max)＋tcr(min)
        =50ns＋0ns－20ns＋0ns
        =30ns≧10ns(ﾒﾓﾘ,min)

　(e)CASホールド時間
 tCSH=1.5φ＋tCASD(min)－tCSD2(max)
        =75ns＋0ns－20ns
        =55ns≧40ns(ﾒﾓﾘ,min)

　(f)RASホールド時間
 tRSH=φ＋tCSD1(min)－tCASD(max)
 　　=50ns＋0ns－20ns
 　　=30ns≧13ns(ﾒﾓﾘ,min)

　(g)RASプリチャージ時間
　　　tRP=tPCH(min)
      =55ns≧40ns(メモリ,min)

　以上、EDOページモードリード/アーリライトサイクルのタイミングを満足
していることが確認できた為、ノーウェイトでインタフェースを行います。

動作説明
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(4)CASビフォRASリフレッシュ
　(a)CASセットアップ時間
 tCSR=tCSR(min)
        =15ns≧5ns(ﾒﾓﾘ,min)

　(b)CASホールド時間
 tCHR=2φ＋tCASD(min)＋tCL(min)＋tcr(min)－tCSD2(max)－tcr(min)
        =100ns＋0ns＋20ns＋0ns－20ns
        =100ns≧10ns(ﾒﾓﾘ,min)

動作説明

φ

TRp TRr TRc1 TRc2 TRp TRr TRc1 TRc2

CS2(RAS)

CAS(UCAS)
LWR(LCAS)

図3.3.5(e)　CASビフォRASリフレッシュサイクル

tCSR
tCHR

tCSR
tCHR

tCASD tCASD

tCSD2tCSD2

tCSR tCSR

　図3.3.5(e)にCASビフォRASリフレッシュサイクルを示します。
　H8S/2655とH51W16165J-6を接続する際、以下のタイミングが満足できるか
を確認します。
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）PSRAM(HM658512A-10)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

仕様

図3.4.1（a）　Ｈ８Ｓ／２６５５とＰＳＲＡＭの接続例

３.１３　１６ビットバスモードによるＰＳＲＡＭ（HM658512A-10）インタフェース

図3.4.1（b）　メモリマップ

Ｈ’２０００００

Ｈ’４０００００

エリア１

エリア２

Ｈ’８０００００

Ｈ’６０００００

イメージ

Ｈ’４０００００

Ｈ’４ＦＦＦＦＦ

ＰＳＲＡＭ
（１Ｍバイト）

エリア３

発振器
20MHz

D15-D0

A19-A1

CS2
OE/RFSH

HWR

LWR

OE/RFSH

I/O7-I/O0

A18-A0

WE

CEMD2
MD1
MD0

'1'
'0'
'0'

（モード4）

H8S/2655 HM658512A-10

OE/RFSH

I/O7-I/O0

A18-A0

WE

CE

HM658512A-10

D15-D8

D7-D0

（１）図3.4.1（a）にＨ８Ｓ／２６５５と×８ビット構成ＰＳＲＡＭ（ＨＭ６５８８１２Ａ－１０）の接続例
を示します。Ｈ８Ｓ／２６５５はモード４の１６ビットバスモードとし、ＰＳＲＡＭをエリア２に割り

当てます。

（２）図3.4.1（b）にメモリマップを示します。１６Ｍバイトのアドレス空間を２Ｍバイト単位でエリア分

割した場合、ＰＳＲＡＭ領域はH'40 0000～H'4F FFFFになります。
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）PSRAM(HM658512A-10)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

ＰＳＲＡＭアクセスにおいて、ＡＣ特性が満足しているかを確認するための計算方法を示します。ｔ ｃｙｃ 、
規定のないｍｉｎ値およびｍａｘ値は以下の通りとします。

・ｔｃｙｃ：５０ｎｓ（発振器２０ＭＨｚ（＝φ））
・規定のないｍｉｎ値：０ｎｓ
・規定のないｍａｘ値：ｍｉｎ値

φを基準に求めた時間には【】に基準タイミングを示します。
タイミング値については、「動作説明　（５）ＡＣ特性」を参照して下さい。

（１）リード
図3.4.1（c）にＰＳＲＡＭリードタイミングチャートを示します。以下の項目が満足していることを確認し

ます。

（ａ）Ｈ８Ｓ／２６５５のｔＲＤＳ

（i）ＣＳがクリティカルの場合
・セットアップ時間の計算【Ｔ 1-1サイクルの立ち下がり】

3.5ｔｃｙｃ－ｔＣＳＤ（ｍａｘ）－ｔＣＥＡ（ｍａｘ）＝５５ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）
（ii）ＯＥがクリティカルの場合

・セットアップ時間の計算【Ｔ 1-2サイクルの立ち上がり】
３ｔｃｙｃ－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）－ｔＯＥＡ（ｍａｘ）＝１００ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

（ｂ）Ｈ８Ｓ／２６５５のｔＲＤＨ

・ホールド時間の計算【ＴP1-2サイクルの立ち上がり】
ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）＋ｔＯＨＺ（ｍｉｎ）＝０ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

（ｃ）ＰＳＲＡＭのｔＰ、ｔＡＳ、ｔＡＨ、ｔＯＨＣ

・チップイネーブルプリチャージ時間の計算【Ｔ P1-1サイクルの立ち上がり】
2.5ｔｃｙｃ－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）＝１０５ｎｓ≧５０ｎｓ（ｔＰ）

・アドレスセットアップ時間の計算【Ｔ P1-1サイクルの立ち上がり】
2.5ｔｃｙｃ－ｔＡＤ（ｍａｘ）＋ｔＣＳＤ２（ｍｉｎ）＝１０５ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＡＳ）

・アドレスホールド時間の計算【Ｔ P1-1サイクルの立ち下がり】
3.5ｔｃｙｃ－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＋ｔＡＤ（ｍｉｎ）＝１５５ｎｓ≧３０ｎｓ（ｔＡＨ）

・出力イネーブルホールド時間の計算【Ｔ P1-1サイクルの立ち下がり】
0.5ｔｃｙｃ－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）＝５ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＯＨＣ）

リードデータセットアップ時間

リードデータホールド時間

チップイネーブルプリチャージ時間

アドレスセットアップ時間

アドレスホールド時間

出力イネーブルホールド時間

Ｈ８Ｓ／２６５５

ＰＳＲＡＭ

（HM658512A-10）

名　称 略　称

ｔＲＤＳ

ｔＲＤＨ

ｔＰ

ｔＡＳ

ｔＡＨ

ｔＯＨＣ
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）PSRAM(HM658512A-10)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

（２）ライト
図3.4.1（d）にＰＳＲＡＭライトタイミングチャートを示します。以下の項目が満足していることを

確認します。

・入力データセット時間の計算【Ｔ 2-1サイクルの立ち下がり】
２ｔｃｙｃ－ｔＷＤＤ（ｍａｘ）＋ｔＷＲＤ１（ｍｉｎ）＝７０ｎｓ≧２５ｎｓ（ｔＤＷ）

・入力データホールド時間の計算
ｔＷＤＨ（ｍｉｎ）＝１５ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＤＨ）

・ライトコマンドパルス幅の計算【Ｔ 2-1サイクルの立ち下がり】
３ｔｃｙｃ－ｔＷＲＤ１（ｍａｘ）＋ｔＷＲＤ１（ｍｉｎ）＝８０ｎｓ≧３０ｎｓ（ｔＷＰ）

・チップイネーブル時間の計算【Ｔ 1-1サイクルの立ち下がり】
３ｔｃｙｃ－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＋ｔＷＲＤ１（ｍｉｎ）＝１３０ｎｓ≧１００ｎｓ（ｔＣＷ）

入力データセット時間

入力データホールド時間

ライトコマンドパルス幅

チップイネーブル時間

ＰＳＲＡＭ

（HM658512A-10）

名　称 略　称

ｔＤＷ

ｔＤＨ

ｔＷＰ

ｔＣＷ

（３）オートリフレッシュサイクル
図3.4.1（e）にオートリフレッシュタイミングチャートを示します。以下の項目が満足していること

を確認します。

・リフレッシュプリチャージ時間の計算【Ｔ RP1-1サイクルの立ち上がり】
２ｔｃｙｃ－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）＝８０ｎｓ≧４０ｎｓ（ｔＦＰ）

・リフレッシュコマンドパルス幅の計算【Ｔ R1-1サイクルの立ち上がり】
３ｔｃｙｃ－ｔＣＡＳＤ（ｍａｘ）＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）＝１３０ｎｓ≧８０ｎｓ（ｔＦＡＰ）

・リフレッシュコマンド遅延時間の計算【Ｔ RP1-1サイクルの立ち上がり】
２ｔｃｙｃ－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）＝８０ｎｓ≧３０ｎｓ（ｔＲＦＤ）

・オートリフレッシュサイクル時間の計算【Ｔ RP1-1サイクルの立ち上がり】
５ｔｃｙｃ－ｔＣＳＤ２（ｍａｘ）＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）＝２３０ｎｓ≧１６０ｎｓ（ｔＦＣ）

リフレッシュプリチャージ時間

リフレッシュコマンドパルス幅

リフレッシュコマンド遅延時間

オートリフレッシュサイクル時間

ＰＳＲＡＭ

（HM658512A-10）

名　称 略　称

ｔＦＰ

ｔＦＡＰ

ｔＲＦＤ

ｔＦＣ
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）PSRAM(HM658512A-10)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

（４）セルフリフレッシュサイクル
図3.4.1（f）にセルフリフレッシュタイミングチャートを示します。ＰＳＲＡＭの ｔＦＡＳ（リフレッシュコ

マンドパルス幅）が満足されていることを確認します。

・リフレッシュコマンドパルス幅の計算【Ｔ R1サイクルの立ち上がり】
３ｔｃｙｃ＋（ソフトウェアスタンバイ時間） （ｍｉｎ）＋ｔＣＡＳＤ（ｍｉｎ）

＝１００ｎｓ＋（ソフトウェアスタンバイ時間） （ｍｉｎ）

≧８μｓ（ｔＦＡＳ）

【注意】
・ｔＦＡＳ（リフレッシュコマンドパルス幅） 

規定値８μｓ（ｍｉｎ）を満たすようにソフトウェアスタンバイ時間を設定して下さい。

・ｔＲＦＳ（リフレッシュリセット時間）
規定値６００ｎｓ（ｍｉｎ）を満たすようにソフトウェアによる設定を行って下さい。この間、

ＣＳ２（ＣＥ）信号がアサートしないように別エリアへのアクセスを行って下さい。

動作説明
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）PSRAM(HM658512A-10)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

（５）ＡＣ特性

動作説明

（a）H8S/2655

項目 記号 min max 単位

アドレス遅延時間 tAD - 20 ns

/CS遅延時間1 tCSD1 - 20 ns

/CS遅延時間2 tCSD2 - 20 ns

/CSパルス幅 tCSW 2.5×t cyc-20 - ns

/CAS遅延時間 tCASD - 20 ns

リードデータセットアップ時間 tRDS 15 - ns

リードデータホールド時間 tRDH 0 - ns

リードデータアクセス時間3 tACC3 - 2.0×t cyc-25 ns

リードデータアクセス時間4 tACC4 - 2.5×t cyc-25 ns

/WR遅延時間1 tWRD1 - 20 ns

ライトデータ遅延時間 tWDD - 30 ns

ライトデータホールド時間 tWDH 0.5×t cyc-10 - ns

（b）HM658512A-10

項目 記号 min max 単位

チップイネーブルアクセス時間 tCEA - 100 ns

出力イネーブルアクセス時間 tOEA - 40 ns

出力ディスエイブル・出力遅延（High-Z時） tOHZ - 25 ns

チップイネーブルパルス幅 tCE 100n 10μ s

チップイネーブルプリチャージ時間 tP 50 - ns

アドレスセットアップ時間 tAS 0 - ns

アドレスホールド時間 tAH 25 - ns

ライトコマンドパルス幅 tWP 30 - ns

チップイネーブル時間 tCW 100 - ns

出力イネーブルホールド時間 tOHC 0 - ns

入力データセット時間 tDW 25 - ns

入力データホールド時間 tDH 0 - ns

リフレッシュコマンド遅延時間 tRFD 50 - ns

リフレッシュプリチャージ時間 tFP 40 - ns

リフレッシュコマンドパルス幅
（オートリフレッシュ）

tFAP 80n 18μ s

オートリフレッシュサイクル時間 tFC 160 - ns

オートリフレッシュサイクル時間
（セルフリフレッシュ）

tFAS 8 - μs

リフレッシュリセット時間
（セルフリフレッシュ）

tRFS 600 - ns
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）PSRAM(HM658512A-10)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

tOHC

ＴP1-1 Ｔ1-1 Ｔ2-1 ＴW-1 Ｔ3-1

     CS2
(H8S/2655)

   A18-A0
(H8S/2655)

       φ
(H8S/2655)

 OE/RFSH
(H8S/2655)

HWR,LWR
(H8S/2655)

tRDS tRDH

tCSD2

tCASD

tCSD1

tCASD

tOHZ

tCEA

tOEA

tP tPCH

tAS tAH

tAD
tAD

tCSW tCE

 D8-D0
(PSRAM
→H8S/2655)

図3.4.1（c）　ＰＳＲＡＭリードタイミングチャート

　 ：ＰＳＲＡＭ（HM658512A-10）のＡＣ特性

ＴP2-1

tcyc

Highレベル

ＴP1-2

tCSD1
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）PSRAM(HM658512A-10)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

tCW

ＴP1-1 Ｔ1-1 Ｔ2-1 ＴW-1 Ｔ3-1

     CS2
(H8S/2655)

   A18-A0
(H8S/2655)

       φ
(H8S/2655)

 OE/RFSH
(H8S/2655)

HWR,LWR
(H8S/2655)

tCSD2 tCSD1

    D8-D0
(H8S/2655
→PSRAM)

図3.4.1（d）　ＰＳＲＡＭライトタイミングチャート

　

動作説明

tDW tDHtWDD

tWRD1tWRD1

tWP

tWDH

ＴP2-1

：ＰＳＲＡＭ（HM658512A-10）のＡＣ特性

ＴP1-2

tcyc

１３１



ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）PSRAM(HM658512A-10)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

φ
(H8S/2655)

TR1-1 TR2-1 TR3-1

図3.4.1（e）　オートリフレッシュタイミングチャート

TRP1-1

OE, RFSH
(H8S/2655)

      CS2
(H8S/2655)

tCSD2

tFC

tCASD tCASD

tFAPtFPtCASD

tRFD

HWR,LWR
(H8S/2655)

Highレベル

TRP2-1

ｿﾌﾄｳｪｱｽﾀﾝﾊﾞｲ

φ
(H8S/2655)

図3.4.1（f）　セルフリフレッシュタイミングチャート

OE, RFSH
(H8S/2655)

      CS2
(H8S/2655)

TRp TR1 TR3

〜〜

〜〜

HWR,LWR
(H8S/2655)

High レベル
〜〜

tCASD

TRp

tFAS

tRFS

　 ：ＰＳＲＡＭ（HM658512A-10）のＡＣ特性

　 ：ＰＳＲＡＭ（HM658512A-10）のＡＣ特性

tcyc

tCASD

〜〜
tcyc

動作説明

TRP1-2
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）PSRAM(HM658512A-10)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

回路図
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）EPROM(HN27C4000G-15)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

仕様

（２）図3.5.1（b）にメモリマップを示します。１６Ｍバイトのアドレス空間を２Ｍバイト単位でエリア分割
した場合、バーストＲＯＭ領域はH'00 0000～H'07 FFFFになります。

３.１４　１６ビットバスモードによるバーストＲＯＭ（HN27C4000G-15）インタフェース

図3.5.1（a）　Ｈ８Ｓ／２６５５とバーストＲＯＭの接続例

（モード4）

H8S/2655 HN27C4000G-15

A1-A18

D0-D15

A0-A17

CS0 CE

OERD
MD0

MD1

MD2

D0-D15

発振器
20MHz

'1'
'0'
'0'

Ｈ’０７ＦＦＦＦ

Ｈ’２０００００

Ｈ’４０００００

エリア０

エリア１

エリア２

Ｈ’００００００
Ｈ’００００００

Ｈ’６０００００

イメージ
バーストＲＯＭ

（５１２ｋバイト）

図3.5.1（b）　メモリマップ

（１）図3.5.1（a）にＨ８Ｓ／２６５５と×１６ビット構成バーストＲＯＭ（ＨＮ２７Ｃ４０００Ｇ－１５）

の接続例を示します。Ｈ８Ｓ／２６５５はモード４の１６ビットバスモードとし、バーストＲＯＭをエ
リア０に割り当てます。
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）EPROM(HN27C4000G-15)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

仕様

表
3.
5.
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a）
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設
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）EPROM(HN27C4000G-15)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明

リードデータセットアップ時間 ｔＲＤＳ

リードデータホールド時間 ｔＲＤＨ

Ｈ８Ｓ／２６５５

名　称 略　称

バーストＲＯＭアクセスにおいて、ＡＣ特性が満足しているかを確認するための計算方法を示します。
ｔｃｙｃ 、規定のないｍｉｎ値およびｍａｘ値は以下の通りとします。

・ｔｃｙｃ：５０ｎｓ（発振器２０ＭＨｚ（＝φ））
・規定のないｍｉｎ値：０ｎｓ
・規定のないｍａｘ値：ｍｉｎ値

φを基準に求めた時間には【】に基準タイミングを示します。
タイミング値については、「動作説明　（３）ＡＣ特性」を参照して下さい。

（１）リード
図3.5.1（c）にバーストＲＯＭリードタイミングチャートを示します。
以下のＡＣ特性が満足していることを確認します。

リードデータセットアップ時間 ｔＲＤＳ

リードデータホールド時間 ｔＲＤＨ

Ｈ８Ｓ／２６５５

名　称 略　称

　（ａ）Ｈ８Ｓ／２６５５のｔ ＲＤＳ

・セットアップ時間の計算【Ｔ 1-2サイクルの立ち上がり】

２ｔｃｙｃ－ｔＡＤ（ｍａｘ）－ｔＡＣＣ（ｍａｘ）＝２０ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）
　（ｂ）Ｈ８Ｓ／２６５５のｔ ＲＤＨ

　　・ホールド時間の計算【Ｔ 2-2サイクルの立ち下がり】
｛ｔＡＨ（ｍａｘ）－（0.5ｔｃｙｃ－ｔＡＳＤ（ｍａｘ））｝＋ｔＯＨ（ｍｉｎ）＝１５ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

（２）バーストアクセスモード
以下のＡＣ特性が満足していることを確認します。図3.5.1（c）を参照して下さい。

（ａ）Ｈ８Ｓ／２６５５のｔＲＤＳ

　　（i）アドレスがクリティカルな場合

・セットアップ時間の計算【Ｔ 1-1サイクルの立ち上がり】
４ｔｃｙｃ－ｔＡＤ（ｍａｘ）－ｔＡＣＣ（ｍａｘ）＝３０ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

　　（ii）ＣＳがクリティカルな場合
・セットアップ時間の計算【Ｔ 1-1サイクルの立ち上がり】

３ｔｃｙｃ－ｔＣＳＤ１（ｍａｘ）－ｔＣＥ（ｍａｘ）＝３０ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）
　　（iii）ＲＤがクリティカルな場合

・セットアップ時間の計算【Ｔ 1-1サイクルの立ち上がり】
3.5ｔｃｙｃ－ｔＲＳＤ１（ｍａｘ）－ｔＯＥ（ｍａｘ）＝８５ｎｓ≧１５ｎｓ（ｔＲＤＳ）

（ｂ）Ｈ８Ｓ／２６５５のｔＲＤＨ

　　（i）ホールド時間の計算【Ｔ 3-1サイクルの立ち下がり】

｛ｔＡＨ（ｍａｘ）－（0.5ｔｃｙｃ－ｔＡＳＤ（ｍａｘ））｝＋ｔＯＨ（ｍｉｎ）＝１５ｎｓ≧０ｎｓ（ｔＲＤＨ）

１３６



ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）EPROM(HN27C4000G-15)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

（ａ）H8S/2655

（ｂ）HN27C400G-15

項目 記号 min max 単位

アクセス時間 tACC - 150 ns

/CE・出力遅延時間 tCE - 150 ns

/OE・出力遅延時間 tOE - 70 ns

バーストアクセス時間 tBAC - 60 ns

データ出力ホールド時間 tOH 5 - ns

（３）ＡＣ特性

動作説明

項目 記号 min max 単位

アドレス遅延時間 tAD - 20 ns

アドレスホールド時間 tAH 0.5×t cyc-10 - ns

/CS遅延時間1 tCSD1 - 20 ns

/AS遅延時間 tASD - 20 ns

/RD遅延時間1 tRSD1 - 20 ns

/RD遅延時間2 tRSD2 - 20 ns

リードデータセットアップ時間 tRDS 15 - ns

リードデータホールド時間 tRDH 0 - ns
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）EPROM(HN27C4000G-15)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ

動作説明
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ＭＣＵ 使用機能Ｈ８Ｓ／２６５５ モード４（16ﾋﾞｯﾄﾊﾞｽﾓｰﾄﾞ）EPROM(HN27C4000G-15)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ
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　ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ(HN29WB800T-12)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ　 　MCU　H8S/2655 　使用機能　　　ﾓｰﾄﾞ4

エリア0
(2Mバイト)

仕様

CE

OE

A0～A18

I/O0～I/O15

WE
RP

BYTE

　　CS0

　　  RD

A1～A19

D0～D15

H8S/2655 HN29WB800T-12

(1)　　モード4(16Mバイトアクセス、16ビットデータバス)によるH8S2655及び  
　　  HN29WB800T-12の接続ブロック図を、図3.6.1(a)に示します。

図3.6.1(a)　H8S/2655及びHN39WB800T-12接続ブロック図

(2)　　　図3.6.1(b)にフラッシュメモリ設定エリアを示します。
　　　　H8S/2655の外部アドレス空間(16Mバイトメモリ空間)内のエリア0(H`000000
           ～H`1FFFFF)をフラッシュメモリ(HN29WB800T-12)に設定します。

エリア1
(2Mバイト)

エリア2
(2Mバイト)

H`000000

H`1FFFFF
H`200000

H`3FFFFF
H`400000

H`5FFFFF
H`600000

HN29WB800T-12
　  (1Mバイト)

H`000000

H`080000

図3.6.1(b)　フラッシュメモリ設定エリア(メモリマップ)

３.１５　１６ビットバスモードによるﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ（HN29WB800T-12）インタフェース
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　ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ(HN29WB800T-12)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ　 　MCU　H8S/2655 　使用機能　　　ﾓｰﾄﾞ4

動作説明

(1)　リードタイミング
　　　図3.6.1(c)にリードタイミングチャートを示します。リードデータセット
　　アップ時間(tAD＋tACC)、リードデータホールド(tOH)時間及びデータアクセス時間
　　(tACC、tCE、tOE)が満足されているかを確認します。

　(a)データセットアップ時間
 tAD＋tACC=2.5φ＋tCL(min)－tRDS(min)
 　　　　 =125ns＋20ns－15ns
 　　　　 =140ns≦130ns(ﾒﾓﾘ,max)

　(b)データホールド時間
 tOH=tRDH(min)－tRSD2(max)
 　  =－20ns≦0ns(ﾒﾓﾘ,min)

　(c)アドレスからのデータアクセス時間
 tACC=tACC5(max)
 　　=125ns≧120ns(ﾒﾓﾘ,max)

　(d)CS(CE)からのデータアクセス時間
 tCE=tACC5(max)
 　 =125ns≧120ns(ﾒﾓﾘ,max)

　(e)RD(OE)からのデータアクセス時間
 tOE=tACC4(max)
 　 =100ns≧60ns(ﾒﾓﾘ,max)

　以上の5点よりタイミングに問題はないため、H8S/2655は、3ステートアクセス、
ノーウェイトでインタフェースを行う。
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　ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ(HN29WB800T-12)ｲﾝﾀﾌｪｰｽ　 　MCU　H8S/2655 　使用機能　　　ﾓｰﾄﾞ4

動作説明

図3　リードタイミングチャート

tOH

tACC

tCE

tOE

    D0～D15
(I/O0～I/O15)

A1～A19
(A0～A18)

tACC4

tACC5

tACC5

tRDH

tRSD2

tAD

T3T2T1

φ

CS0(CE)

RD(OE)

:HN29WB800T-12のAC特性

(　) :HN29WB800T-12の端子
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